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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ソース側高濃度領域とドレイン側高濃度領域とソース側低濃度領域とドレイン側低濃度
領域とチャネル領域とを有する半導体層と、前記半導体層と絶縁膜を介して対向したゲー
ト電極と、を有する半導体装置の製造方法であって、
　基板上に半導体膜を形成する工程と、
　前記半導体膜上に前記ソース側高濃度領域及び前記ドレイン側高濃度領域に対応するレ
ジストの膜厚を、前記ソース側低濃度領域、前記ドレイン側低濃度領域及び前記チャネル
領域に対応する前記レジストの膜厚より薄く形成する工程と、
　前記レジストをマスクとして前記半導体膜を所定パターンにエッチングするとともに、
前記レジストの薄い部分を通して前記半導体膜に高濃度不純物を注入し、前記ソース側高
濃度領域及び前記ドレイン側高濃度領域を形成する工程と、
　前記レジストを前記半導体膜上から除去し、前記半導体膜上にゲート絶縁膜を形成する
工程と、
　前記ゲート絶縁膜上に前記チャネル領域に対応する位置に前記ゲート電極を形成する工
程と、
　前記ゲート電極をマスクとして前記半導体膜に前記高濃度不純物より低濃度の不純物を
注入し、前記ソース側低濃度領域と、前記ドレイン側低濃度領域を形成する工程と、を有
することを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項２】
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　前記レジスト形成工程において、露光時に、局所的に透過率の異なるフォトマスクを用
いることによって、前記ソース側高濃度領域及び前記ドレイン側高濃度領域に対応する前
記レジストの膜厚を、前記ソース側低濃度領域、前記ドレイン側低濃度領域及び前記チャ
ネル領域に対応する前記レジストの膜厚より薄く形成することを特徴とする請求項１に記
載の半導体装置の製造方法。
【請求項３】
　前記レジスト形成工程において、前記ソース側高濃度領域及び前記ドレイン側高濃度領
域に対応するレジストの膜厚を、５０ｎｍ～２００ｎｍに形成することを特徴とする請求
項１又は２のいずれかに記載の半導体装置の製造方法。
【請求項４】
　前記高濃度不純物領域形成工程において、前記レジストをマスクとして前記半導体膜を
所定パターンにエッチングする工程と、
　前記ソース側高濃度領域及び前記ドレイン側高濃度領域に対応する部分の前記半導体膜
を露出させ、前記半導体膜に前記高濃度不純物を注入し、前記ソース側高濃度領域及び前
記ドレイン側高濃度領域を形成する工程を有する請求項１乃至３のいずれか１項に記載の
半導体装置の製造方法。
【請求項５】
　ソース側高濃度領域とドレイン側高濃度領域とソース側低濃度領域とドレイン側低濃度
領域とチャネル領域とを有する半導体層と、前記半導体層と絶縁膜を介して対向したゲー
ト電極と、を有する半導体装置の製造方法であって、
　基板上に半導体膜を形成する工程と、
　前記半導体膜上にレジストを形成するとともに、前記ソース側高濃度領域及び前記ドレ
イン側高濃度領域に対応する前記レジストの膜厚を、前記ソース側低濃度領域、前記ドレ
イン側低濃度領域及び前記チャネル領域に対応する前記レジストの膜厚より薄く形成する
工程と、
　前記レジストの薄い部分を通して前記半導体膜に高濃度不純物を注入し、前記ソース側
高濃度領域及び前記ドレイン側高濃度領域を形成する工程と、
　前記レジストをマスクとして前記半導体膜を所定パターンにエッチングする工程と、
　前記レジストを前記半導体膜上から除去し、前記半導体膜上にゲート絶縁膜を形成する
工程と、
　前記ゲート絶縁膜上に前記チャネル領域に対応する位置に前記ゲート電極を形成する工
程と、
　前記ゲート電極をマスクとして前記半導体膜に前記高濃度不純物より低濃度の不純物を
注入し、前記ソース側低濃度領域と、前記ドレイン側低濃度領域を形成する工程と、を有
し、
　前記エッチング工程において、膜厚を厚く形成した前記レジストの下方の前記半導体膜
に前記高濃度不純物が注入された不純物領域で、かつ、前記チャネル領域のチャネル長に
平行に延在する不純物領域の前記半導体膜を除去することを特徴とする半導体装置の製造
方法。
【請求項６】
　請求項５に記載の半導体装置の製造方法により製造された半導体装置であって、
　前記ソース側高濃度領域と前記ドレイン側高濃度領域の幅は、前記ソース側低濃度領域
と前記ドレイン側低濃度領域の幅よりも狭いことを特徴とする半導体装置。
【請求項７】
　ソース側高濃度領域とドレイン側高濃度領域とソース側低濃度領域とドレイン側低濃度
領域とチャネル領域とを有する半導体層と、前記半導体層と絶縁膜を介して対向したゲー
ト電極と、を有する半導体装置の製造方法であって、
　基板上に半導体膜を形成する工程と、
　前記半導体膜上にレジストを形成するとともに、前記ソース側高濃度領域、前記ドレイ
ン側高濃度領域、前記ソース側低濃度領域及び前記ドレイン側低濃度領域に対応する前記
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レジストの膜厚を、前記チャネル領域に対応する前記レジストの膜厚より薄く形成する工
程と、
　前記レジストをマスクとして前記半導体膜を所定パターンにエッチングするとともに、
前記レジストの薄い部分を通して前記半導体膜に低濃度不純物を注入し、前記ソース側低
濃度領域及び前記ドレイン側低濃度領域を形成する工程と、
　前記レジストを前記半導体膜上から除去し、前記半導体膜上にゲート絶縁膜を形成する
工程と、
　前記ゲート絶縁膜上に前記ソース側低濃度領域、前記ドレイン側低濃度領域及び前記チ
ャネル領域に対応する位置に前記ゲート電極を形成する工程と、
　前記ゲート電極をマスクとして前記半導体膜に前記低濃度不純物より高濃度の不純物を
注入し、前記ソース側高濃度領域及び前記ドレイン側高濃度領域を形成する工程と、を有
することを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項８】
　前記レジスト形成工程において、露光時に、局所的に透過率の異なるフォトマスクを用
いることによって、前記ソース側低濃度領域及び前記ドレイン側低濃度領域に対応する前
記レジストの膜厚を、前記チャネル領域に対応する前記レジストの膜厚より薄く形成する
ことを特徴とする請求項７に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項９】
　前記レジスト形成工程において、前記ソース側低濃度領域及び前記ドレイン側低濃度領
域に対応するレジストの膜厚を、５０ｎｍ～２００ｎｍに形成することを特徴とする請求
項７又は８に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項１０】
　前記低濃度不純物領域形成工程において、前記レジストをマスクとして前記半導体膜を
所定パターンにエッチングする工程と、
　前記ソース側高濃度領域、前記ドレイン側高濃度領域、前記ドレイン側低濃度領域及び
前記ソース側低濃度領域に対応する部分の前記半導体膜を露出させ、前記半導体膜に前記
低濃度不純物を注入し、前記ソース側低濃度領域及び前記ドレイン側低濃度領域を形成す
る工程を有する請求項７～９のいずれか１項に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項１１】
　ソース側高濃度領域とドレイン側高濃度領域とソース側低濃度領域とドレイン側低濃度
領域とチャネル領域とを有する半導体層と、前記半導体層と絶縁膜を介して対向したゲー
ト電極と、を有する半導体装置の製造方法であって、
　基板上に半導体膜を形成する工程と、
　前記半導体膜上にレジストを形成するとともに、前記ソース側高濃度領域、前記ドレイ
ン側高濃度領域、前記ソース側低濃度領域及び前記ドレイン側低濃度領域に対応する前記
レジストの膜厚を、前記チャネル領域に対応する前記レジストの膜厚より薄く形成する工
程と、
　前記レジストの薄い部分を通して前記半導体膜に低濃度不純物を注入し、前記ソース側
低濃度領域及び前記ドレイン側低濃度領域を形成する工程と、
　前記レジストをマスクとして前記半導体膜を所定パターンにエッチングする工程と、
　前記レジストを前記半導体膜上から除去し、前記半導体膜上にゲート絶縁膜を形成する
工程と、
　前記ゲート絶縁膜上に前記ソース側低濃度領域、前記ドレイン側低濃度領域及び前記チ
ャネル領域に対応する位置に前記ゲート電極を形成する工程と、
　前記ゲート電極をマスクとして前記半導体膜に前記低濃度不純物より高濃度の不純物を
注入し、前記ソース側高濃度領域及び前記ドレイン側高濃度領域を形成する工程と、を有
し、
　前記エッチング工程において、膜厚を厚く形成した前記レジストの下方の前記半導体膜
に前記低濃度不純物が注入された不純物領域で、かつ、前記チャネル領域のチャネル長に
平行に延在する不純物領域の前記半導体膜を除去することを特徴とする半導体装置の製造
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方法。
【請求項１２】
　請求項１１に記載の半導体装置の製造方法により製造された半導体装置であって、
　前記ソース側高濃度領域と前記ドレイン側高濃度領域の幅は、前記ソース側低濃度領域
と前記ドレイン側低濃度領域の幅よりも狭いことを特徴とする半導体装置。
【請求項１３】
　ソース側高濃度領域とドレイン側高濃度領域とソース側低濃度領域とドレイン側低濃度
領域とチャネル領域とを有する半導体層と、前記半導体層と絶縁膜を介して対向したゲー
ト電極と、を有する半導体装置の製造方法であって、
　基板上に半導体膜を形成する工程と、
　前記半導体膜上に、中央が平坦部であり、両端がテーパー部となるように前記レジスト
を形成する工程と、
　前記レジストのテーパー部を通して、前記半導体膜に高濃度不純物を注入し、前記半導
体膜に濃度勾配領域及び前記チャネル領域を形成する工程と、
　前記レジストをマスクとして前記半導体膜を所定パターンにエッチングする工程と、
　前記レジストを前記半導体膜上から除去し、前記半導体膜上にゲート絶縁膜を形成する
工程と、
　前記ゲート絶縁膜上に前記チャネル領域又は前記チャネル領域及び前記濃度勾配領域の
一部に対応する位置に前記ゲート電極を形成する工程と、を有することを特徴とする半導
体装置の製造方法。
【請求項１４】
　ソース側高濃度領域とドレイン側高濃度領域とソース側低濃度領域とドレイン側低濃度
領域とチャネル領域とを有する半導体層と、前記半導体層と絶縁膜を介して対向したゲー
ト電極と、を有する半導体装置の製造方法であって、
　基板上に半導体膜を形成する工程と、
　第１及び第２半導体装置形成領域において、前記半導体膜上に、中央が平坦部であり、
両端がテーパー部となるようにレジストを形成する工程と、
　前記レジストのテーパー部を通して、前記半導体膜に高濃度不純物を注入し、前記半導
体膜に濃度勾配領域及び前記チャネル領域を形成する工程と、
　前記レジストをマスクとして前記半導体膜を所定パターンにエッチングする工程と、
　前記レジストを前記半導体膜上から除去し、前記半導体膜上にゲート絶縁膜を形成する
工程と、
　前記第１半導体装置形成領域において前記ゲート絶縁膜上の前記チャネル領域に対応す
る位置に前記ゲート電極を形成するとともに、前記第２半導体装置形成領域において前記
チャネル領域及び前記濃度勾配領域の一部に対応する位置に前記ゲート電極を形成する工
程と、
　を有することを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項１５】
　ソース側高濃度領域とドレイン側高濃度領域とソース側低濃度領域とドレイン側低濃度
領域とチャネル領域とを有する半導体層と、前記半導体層と絶縁膜を介して対向したゲー
ト電極と、を有する半導体装置の製造方法であって、
　基板上に半導体膜を形成する工程と、
　第１半導体装置形成領域において、前記半導体膜上に、中央が平坦部であり、両端がテ
ーパー部となるようにレジストを形成する工程と、
　第２半導体装置形成領域において、前記半導体膜上にレジストを形成するとともに、不
純物を注入する領域の前記レジストの膜厚を薄く形成する工程と、
　前記レジストのテーパー部又は薄い部分を通して、前記半導体膜に高濃度不純物を注入
することで、前記第１半導体装置形成領域の前記半導体膜に濃度勾配領域及び前記チャネ
ル領域を形成するとともに、前記第２半導体装置形成領域の前記半導体膜に前記ソース側
高濃度領域及び前記ドレイン側高濃度領域を形成する工程と、
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　前記レジストをマスクとして前記半導体膜を所定パターンにエッチングする工程と、
　前記レジストを前記半導体膜上から除去し、前記半導体膜上にゲート絶縁膜を形成する
工程と、
　前記第１半導体装置形成領域の前記ゲート絶縁膜上の前記チャネル領域及び前記濃度勾
配領域の一部に対応する位置に前記ゲート電極を形成するとともに、前記第２半導体装置
形成領域の前記ゲート絶縁膜上の前記チャネル領域に対応する位置に前記ゲート電極を形
成する工程と、
　を有することを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項１６】
　ソース側高濃度領域とドレイン側高濃度領域とソース側低濃度領域とドレイン側低濃度
領域とチャネル領域とを有する半導体層と、前記半導体層と絶縁膜を介して対向したゲー
ト電極と、を有する半導体装置の製造方法であって、
　基板上に半導体膜を形成する工程と、
　前記半導体膜上に、後でチャネル領域となる中央が平坦部であり、後で高濃度注入領域
となる端部の膜厚が前記平坦部よりも薄く、後で濃度勾配領域となる、前記平坦部と膜厚
が薄い前記端部との間が、テーパー形状となるようにレジストを形成する工程と、
　前記レジストをマスクとして前記半導体膜を所定パターンにエッチングする工程と、
　前記レジストを通して、前記半導体膜に高濃度不純物を注入し、前記半導体膜に前記チ
ャネル領域、前記高濃度注入領域及び前記濃度勾配領域を形成する工程と、
　前記レジストを前記半導体膜上から除去し、前記半導体膜上にゲート絶縁膜を形成する
工程と、
　前記ゲート絶縁膜上の前記チャネル領域又は前記チャネル領域及び前記濃度勾配領域の
一部に対応する位置に前記ゲート電極を形成する工程と、
　を有することを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項１７】
　ソース側高濃度領域とドレイン側高濃度領域とソース側低濃度領域とドレイン側低濃度
領域とチャネル領域とを有する半導体層と、前記半導体層と絶縁膜を介して対向したゲー
ト電極と、を有する半導体装置の製造方法であって、
　基板上に半導体膜を形成する工程と、
　第１及び第２半導体装置形成領域において、前記半導体膜上に、後でチャネル領域とな
る中央が平坦部であり、後で高濃度注入領域となる端部の膜厚が前記平坦部よりも薄く、
後で濃度勾配領域となる、前記平坦部と膜厚が薄い前記端部との間が、テーパー形状とな
るようにレジストを形成する工程と、
　前記レジストをマスクとして前記半導体膜を所定パターンにエッチングする工程と、
　前記レジストを通して、前記半導体膜に高濃度不純物を注入し、前記半導体膜に前記チ
ャネル領域、前記高濃度注入領域及び前記濃度勾配領域を形成する工程と、
　前記レジストを前記半導体膜上から除去し、前記半導体膜上にゲート絶縁膜を形成する
工程と、
　前記第１半導体装置形成領域において前記ゲート絶縁膜上の前記チャネル領域に対応す
る位置に前記ゲート電極を形成するとともに、前記第２半導体装置形成領域において前記
チャネル領域及び前記濃度勾配領域の一部に対応する位置に前記ゲート電極を形成する工
程と、
　を有することを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項１８】
　ソース側高濃度領域とドレイン側高濃度領域とソース側低濃度領域とドレイン側低濃度
領域とチャネル領域とを有する半導体層と、前記半導体層と絶縁膜を介して対向したゲー
ト電極と、を有する半導体装置の製造方法であって、
　基板上に半導体膜を形成する工程と、
　第１半導体装置形成領域において、前記半導体膜上に、後でチャネル領域となる中央が
平坦部であり、後で高濃度注入領域となる端部の膜厚が前記平坦部よりも薄く、後で濃度
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勾配領域となる、前記平坦部と膜厚が薄い前記端部との間が、テーパー形状となるように
レジストを形成する工程と、
　第２半導体装置形成領域において、前記半導体膜上にレジストを形成するとともに、不
純物を注入する領域の前記レジストの膜厚を薄く形成する工程と、
　前記レジストをマスクとして前記半導体膜を所定パターンにエッチングする工程と、
　前記レジストを通して、前記半導体膜に高濃度不純物を注入し、前記第１半導体装置形
成領域の前記半導体膜に前記チャネル領域、前記高濃度注入領域及び前記濃度勾配領域を
形成するとともに、前記第２半導体装置形成領域の前記半導体膜に前記ソース側高濃度領
域と前記ドレイン側高濃度領域とを形成する工程と、
　前記レジストを前記半導体膜上から除去し、前記半導体膜上にゲート絶縁膜を形成する
工程と、
　前記第１半導体装置形成領域の前記ゲート絶縁膜上の前記チャネル領域又は前記チャネ
ル領域及び前記濃度勾配領域の一部に対応する位置に前記ゲート電極を形成するとともに
、前記第２半導体装置形成領域の前記ゲート絶縁膜上の前記チャネル領域に対応する位置
に前記ゲート電極を形成する工程と、
　を有することを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項１９】
　ソース側高濃度領域とドレイン側高濃度領域とソース側低濃度領域とドレイン側低濃度
領域とチャネル領域とを有する半導体層と、前記半導体層と絶縁膜を介して対向したゲー
ト電極と、を有する半導体装置の製造方法であって、
　基板上に半導体膜を形成する工程と、
　第１半導体装置形成領域において、前記半導体膜上にレジストを形成するとともに、前
記ソース側高濃度領域及び前記ドレイン側高濃度領域に対応する前記レジストの膜厚を、
前記チャネル領域、前記ソース側低濃度領域及び前記ドレイン側低濃度領域に対応する前
記レジストの膜厚より薄くなるように形成する工程と、
　第２半導体装置形成領域において、前記半導体膜上にレジストを形成するとともに、前
記ソース側高濃度領域、前記ドレイン側高濃度領域、前記ソース側低濃度領域及び前記ド
レイン側低濃度領域に対応する前記レジストの膜厚を、前記チャネル領域に対応する前記
レジストの膜厚より薄く、かつ、前記第１半導体装置形成領域における前記ソース側高濃
度領域、前記ドレイン側高濃度領域に対応する前記レジストの膜厚よりも厚くなるように
形成する工程と、
　前記第１及び第２半導体装置形成領域各々の前記半導体膜を前記レジストをマスクとし
てエッチングするとともに、前記半導体膜に高濃度不純物を注入し、前記第１半導体装置
形成領域には前記ソース側高濃度領域及び前記ドレイン側高濃度領域を形成し、前記第２
半導体装置形成領域には前記ソース側低濃度領域、ドレイン側低濃度領域及び前記チャネ
ル領域を形成する工程と、
　前記第１及び第２半導体装置形成領域各々に形成された前記レジストを前記半導体膜上
から除去し、前記半導体膜上にゲート絶縁膜を形成する工程と、
　前記第１半導体装置形成領域において、前記ゲート絶縁膜上に前記チャネル領域に対応
する位置に前記ゲート電極を形成する工程と、
　前記第２半導体装置形成領域において、前記ゲート絶縁膜上に前記チャネル領域、ソー
ス側低濃度領域及びドレイン側低濃度領域に対応する位置に前記ゲート電極を形成する工
程と、
　前記第１及び第２半導体装置形成領域各々の前記ゲート電極をマスクとして前記半導体
膜に前記高濃度不純物より低濃度の不純物を注入し、前記第１半導体装置形成領域にソー
ス側低濃度領域及び前記ドレイン側低濃度領域を形成する工程と、
　前記第１半導体装置形成領域の全面をレジストで被覆するとともに、前記第２半導体装
置形成領域の前記半導体膜に高濃度不純物を注入し、前記ソース側高濃度領域及び前記ド
レイン側高濃度領域を形成する工程と、を有することを特徴とする半導体装置の製造方法
。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体装置、半導体装置の製造方法、並びに電気光学装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　液晶装置、有機エレクトロルミネッセンス（ＥＬ）装置、プラズマディスプレイ等の電
気光学装置として、マトリクス状に配置された多数のドットを、ドット毎に駆動するため
に、各ドットに薄膜半導体装置であるＴＦＴ（Thin film transistor）を設けたアクティ
ブマトリクス型の電気光学装置が広く利用されている。上記ＴＦＴは、非結晶シリコン又
は多結晶シリコンをチャネル領域とするものが一般的である。特に低温プロセスのみで製
造される多結晶シリコンＴＦＴは、電子又は正孔が大きな電界移動度を有するため、上記
液晶装置、有機ＥＬ装置等の電気光学装置に広く採用されている。
【０００３】
　ＴＦＴとしては、ＬＤＤ（Lightly Doped Drain）構造を有するＴＦＴ及びＧＯＬＤ(Ga
te-drainOverlapped LDD)構造を有するＴＦＴが広く知られている。ＬＤＤ構造を有する
ＴＦＴは、ゲート電極の直下領域の外側領域に対応する多結晶シリコン層に低濃度不純物
領域を形成し、その外側領域にソース領域及びドレイン領域となる高濃度不純物領域を形
成した構造をしており、オフ電流値を抑制する効果がある。一方、ＧＯＬＤ構造を有する
ＴＦＴは、上記ＬＤＤ構造の低濃度不純物領域をゲート電極の端部の直下領域までオーバ
ーラップして形成した構造をしており、ホットキャリア現象を抑制する効果がある。
【０００４】
　上記ＬＤＤ及びＧＯＬＤ構造を有するＴＦＴを形成する方法としては、回折格子パター
ンを有するフォトマスク等を使用して中央部より端部に膜厚の薄い領域を有するレジスト
パターンを形成し、導電膜をエッチングし、中央部より端部に膜厚の薄い領域を有するゲ
ート電極を形成し、このゲート電極をマスクとして半導体層に不純物を注入することによ
りＬＤＤ構造を有するＴＦＴを形成する方法が開示されている（例えば、特許文献１）。
【特許文献１】特開２００２－１５１５２３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、上記特許文献１に開示のＬＤＤ及びＧＯＬＤ構造を有するＴＦＴ形成方法で
は、上記レジストパターンをマスクとして、ゲート電極の両端部を残膜厚が初期膜厚の５
～３０％になるようにドライエッチングし、このゲート電極をマスクとして半導体層に低
濃度不純物領域を形成している。
　しかしながら、上記ＬＤＤ及びＧＯＬＤ構造を有するＴＦＴ形成方法では、ゲート電極
の膜厚を所定の厚さに制御するために、ドライエッチングの選択比を考慮しなければなら
ず、ゲート電極の加工が複雑となるという問題があった。さらに、ドライエッチングする
際には、上述したようにゲート電極の膜厚を制御するために選択比を考慮してエッチング
するが、この所望の選択比にするために、ゲート電極を構成する材料、エッチング液等の
選択に制限が課せられるという問題があった。
【０００６】
　本発明は、上記課題に鑑みてなされたものであり、その目的は、ＬＤＤ又はＧＯＬＤ構
造を有する半導体装置の製造工程を簡略化する方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、上記課題を解決するために、ソース側高濃度領域とドレイン側高濃度領域と
ソース側低濃度領域とドレイン側低濃度領域とチャネル領域とを有する半導体層と、前記
半導体層と絶縁膜を介して対向したゲート電極と、を有する半導体装置の製造方法であっ
て、基板上に半導体膜を形成する工程と、前記半導体膜上に前記ソース側高濃度領域及び
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前記ドレイン側高濃度領域に対応するレジストの膜厚を、前記ソース側低濃度領域、前記
ドレイン側低濃度領域及び前記チャネル領域に対応する前記レジストの膜厚より薄く形成
する工程と、前記レジストをマスクとして前記半導体膜を所定パターンにエッチングする
とともに、前記レジストの薄い部分を通して前記半導体膜に高濃度不純物を注入し、前記
ソース側高濃度領域及び前記ドレイン側高濃度領域を形成する工程と、前記レジストを前
記半導体膜上から除去し、前記半導体膜上にゲート絶縁膜を形成する工程と、前記ゲート
絶縁膜上に前記チャネル領域に対応する位置に前記ゲート電極を形成する工程と、前記ゲ
ート電極をマスクとして前記半導体膜に前記高濃度不純物より低濃度の不純物を注入し、
前記ソース側低濃度領域と、前記ドレイン側低濃度領域を形成する工程と、を有すること
を特徴とする。
【０００８】
　本願発明の製造方法により製造した半導体装置は、いわゆるＬＤＤ構造を有する半導体
装置であり、オフ電流値が小さいという特性を有している。
　従来、ＬＤＤ構造を有する半導体装置は、一般的にフォトリソグラフィー工程を３回行
うことによって形成している。例えば、半導体層を所定形状にエッチングするためのマス
クを形成する際に上記工程を行い、さらに、ゲート電極を所定形状にパターニングするた
めのマスクを形成する際に上記工程を２回行っている。
　これに対して、本願発明では、レジストを半導体層上に直接的に形成した後、このレジ
ストのソース及びドレイン側高濃度領域に対応する膜厚をフォトリソグラフィー法により
所定形状に薄く形成している。これにより、上記レジストをマスクとして半導体層を所定
形状にエッチングするとともに、再度上記レジストをマスクとして所定濃度の不純物を上
記半導体層に注入することができる。即ち、１回のフォトリソグラフィー工程により形成
した所定形状のレジストを、半導体層のエッチングと、不純物の注入との両工程に併用す
ることができる。そのため、ゲート電極を所定形状にパターニングする工程と合わせて２
回のフォトリソグラフィー工程によりＬＤＤ構造を有する半導体装置を形成することがで
きる。従って、従来法と比較して、フォトリソグラフィー工程を１回削減することができ
る。また、フォトリソグラフィー工程に付随する工程、例えば、レジスト剥離等の工程に
ついても同時に削減することができる。
　また、フォトレジストをマスクとして半導体層に直接的に不純物注入を行うため、半導
体層上に形成されるゲート絶縁膜を介さずに不純物を注入することができる。従って、不
純物照射によるゲート絶縁膜へのダメージを回避することができ、絶縁性を確保した信頼
性の高いゲート絶縁膜を提供することができる。
　また、本願発明では、上記レジストをマスクとしてソース及びドレイン側高濃度領域を
形成し、上記ゲート電極をマスクとしてソース及びドレイン側低濃度領域を形成している
ため、全ての不純物領域を自己整合的（セルフアライン）に形成することができる。
　さらに、上記半導体層を所定形状にパターニングする前に、半導体層に形成するソース
及びドレイン側高濃度領域の位置を設定することができる。従って、半導体層に不純物注
入してソース及びドレイン側高濃度領域を形成する際に、マスクと半導体層との位置合わ
せを行う必要がなく、高精度に上記領域を半導体層に形成することができる。
【０００９】
　また、半導体装置の製造方法の前記レジスト形成工程において、露光時に、局所的に透
過率の異なるフォトマスクを用いることによって、前記ソース側高濃度領域及び前記ドレ
イン側高濃度領域に対応する前記レジストの膜厚を、前記ソース側低濃度領域、前記ドレ
イン側低濃度領域及び前記チャネル領域に対応する前記レジストの膜厚より薄く形成する
ことも好ましい。
　このような構成によれば、フォトリソグラフィー工程において、マスク又はレチクルを
透過する露光光の光強度を制御して、レジストを露光、現像処理することができる。即ち
、ハーフトーン露光が可能となる。これにより、レジストの膜厚を所定の膜厚に制御して
形成することができる。従って、上記レジストの膜厚を変化させることにより、半導体層
に高濃度、低濃度、又は非不純物領域を選択制御して形成することができる。
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【００１０】
　また、半導体装置の製造方法の前記レジスト形成工程において、前記ソース側高濃度領
域及び前記ドレイン側高濃度領域に対応するレジストの膜厚を、５０ｎｍ～２００ｎｍに
形成することも好ましい。
　このような構成によれば、イオン注入装置によって半導体層に照射された高濃度の不純
物が、高濃度の状態を維持してレジストを通過することができる。従って、半導体層に高
濃度不純物から構成されるソース及びドレイン領域を形成することができる。
【００１１】
　また、半導体装置の製造方法の前記高濃度不純物領域形成工程において、前記レジスト
をマスクとして前記半導体膜を所定パターンにエッチングする工程と、前記ソース側高濃
度領域及び前記ドレイン側高濃度領域に対応する部分の前記半導体膜を露出させ、前記半
導体膜に前記高濃度不純物を注入し、前記ソース側高濃度領域及び前記ドレイン側高濃度
領域を形成する工程を有することも好ましい。
　レジストを半導体層上に成膜する場合、半導体層上に均一にレジストを成膜することが
困難である。これにより、レジスト表面が平坦ではないため半導体層に均一に不純物が注
入されない場合がある。これに対して、本願発明によれば、高濃度の不純物を注入する半
導体層の領域が露出しているため、露出した平坦な半導体層に直接的に不純物を注入する
ことができる。これにより、半導体層に不純物を均一に注入することができる。
【００１２】
　また、上記製造方法により製造された半導体装置であって、前記ソース側高濃度領域及
び前記ドレイン側高濃度領域が前記半導体膜の端部から同じ領域幅で形成され、前記半導
体膜の前記ソース側高濃度領域及び前記ドレイン側高濃度領域の膜厚が前記ソース側低濃
度領域、前記ドレイン側低濃度領域及び前記チャネル領域の膜厚よりも薄いことも好まし
い。
　このような構成によれば、ソース及びドレイン側高濃度領域が半導体層の端部から同じ
領域幅で形成されているため、所定の電気的特性を有する半導体装置を得ることができる
。
　上記半導体層の端部から同じ領域幅でソース側及びドレイン側高濃度領域が形成される
理由としては、本願発明では、半導体層上にレジストを成膜した後、このレジストにフォ
トリソグラフィー工程によるハーフトーン露光を施すことにより、不純物注入される半導
体領域に対応するレジスト領域を予め形成している。即ち、レジストの薄く形成した領域
が、半導体層におけるソース及びドレイン側高濃度領域となる。そして、このレジストを
マスクとして上記半導体層を所定形状にエッチングし、その後、半導体層に不純物を注入
する。従って、半導体層を所定形状にエッチングする前なので、半導体層の幅に関係なく
、即ち位置合わせすることなく、自己整合的（セルフアライン）にソース及びドレイン側
高濃度領域を形成することができる。また、レジストの加工時に、レジストの薄く形成す
る領域をレジストの端部から同じ領域幅で形成することにより、半導体層に形成されるソ
ース及びドレイン側高濃度領域の半導体層の端部から同じ領域幅で制御することができる
。
　また、ソース側及びドレイン側高濃度領域の半導体層の膜厚が薄くなる理由としては、
一般的に、半導体層中に高濃度の不純物が注入されていると、この高濃度不純物領域は、
非不純物領域に比べエッチングレートが速いという特性を有する。また、半導体層上にゲ
ート絶縁膜を成膜する際には、半導体層上に前もってフッ酸（強酸）処理を施すことが一
般的である。従って、高濃度不純物が注入された半導体層は、他の非不純物領域に比べて
フッ酸のエッチングレートが早いため、ソース側及びドレイン側高濃度領域の半導体層の
膜厚は他の領域の膜厚と比べて薄くなっている。この半導体層の膜厚が薄く形成されるソ
ース及びドレイン側高濃度領域は、半導体層の両端部から同じ領域幅で形成される。
【００１３】
　また本発明の半導体装置の製造方法は、ソース側高濃度領域とドレイン側高濃度領域と
ソース側低濃度領域とドレイン側低濃度領域とチャネル領域とを有する半導体層と、前記
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半導体層と絶縁膜を介して対向したゲート電極と、を有する半導体装置の製造方法であっ
て、基板上に半導体膜を形成する工程と、前記半導体膜上に前記ソース側高濃度領域及び
前記ドレイン側高濃度領域に対応するレジストの膜厚を、前記ソース側低濃度領域、前記
ドレイン側低濃度領域及び前記チャネル領域に対応する前記レジストの膜厚より薄く形成
する工程と、前記レジストの薄い部分を通して前記半導体膜に高濃度不純物を注入し、前
記ソース側高濃度領域及び前記ドレイン側高濃度領域を形成する工程と、前記レジストを
マスクとして前記半導体膜を所定パターンにエッチングする工程と、前記レジストを前記
半導体膜上から除去し、前記半導体膜上にゲート絶縁膜を形成する工程と、前記ゲート絶
縁膜上に前記チャネル領域に対応する位置に前記ゲート電極を形成する工程と、前記ゲー
ト電極をマスクとして前記半導体膜に前記高濃度不純物より低濃度の不純物を注入し、前
記ソース側低濃度領域と、前記ドレイン側低濃度領域を形成する工程と、を有し、前記エ
ッチング工程において、膜厚を厚く形成した前記レジストの下方の前記半導体膜に前記高
濃度不純物が注入された不純物領域で、かつ、前記チャネル領域のチャネル長に平行に延
在する不純物領域の前記半導体膜を除去することを特徴とする。
【００１４】
　この方法によれば、少なくともチャネル領域のチャネル長に平行に延在する不純物領域
をエッチング処理により除去する。これにより、上記不純物領域をパスとしたソース領域
からドレイン領域への電荷のリークを防止することができる。従って、ゲート電極をオン
／オフすることにより、半導体装置の正確なスイッチングが可能となる。
【００１５】
　また本発明は、上記半導体装置の製造方法により製造された半導体装置であって、前記
ソース側高濃度領域と前記ドレイン側高濃度領域の幅は、前記ソース側低濃度領域と前記
ドレイン側低濃度領域の幅以下であることを特徴とする。
【００１６】
　この構成によれば、膜厚を厚く形成したレジストの直下の不純物領域を確実に除去する
ことができる。これにより、上記不純物領域をパスとしたソース領域からドレイン領域へ
の電荷のリークを防止することができる。従って、ゲート電極をオン／オフすることによ
り、半導体装置の正確なスイッチングが可能となる。
【００１７】
　また、本願発明は、ソース側高濃度領域とドレイン側高濃度領域とソース側低濃度領域
とドレイン側低濃度領域とチャネル領域とを有する半導体層と、前記半導体層と絶縁膜を
介して対向したゲート電極と、を有する半導体装置の製造方法であって、基板上に半導体
膜を形成する工程と、前記半導体膜上に前記ソース側高濃度領域、前記ドレイン側高濃度
領域、前記ソース側低濃度領域及び前記ドレイン側低濃度領域に対応する前記レジストの
膜厚を、前記チャネル領域に対応する前記レジストの膜厚より薄く形成する工程と、前記
レジストをマスクとして前記半導体膜を所定パターンにエッチングするとともに、前記レ
ジストの薄い部分を通して前記半導体膜に低濃度不純物を注入し、前記ソース側低濃度領
域及び前記ドレイン側低濃度領域を形成する工程と、前記レジストを前記半導体膜上から
除去し、前記半導体膜上にゲート絶縁膜を形成する工程と、前記ゲート絶縁膜上に前記ソ
ース側低濃度領域、前記ドレイン側低濃度領域及び前記チャネル領域に対応する位置に前
記ゲート電極を形成する工程と、前記ゲート電極をマスクとして前記半導体膜に前記低濃
度不純物より高濃度の不純物を注入し、前記ソース側高濃度領域及び前記ドレイン側高濃
度領域を形成する工程と、を有することを特徴とする。
【００１８】
　本願発明の製造方法により製造した半導体装置は、いわゆるＧＯＬＤ構造を有する半導
体装置であり、ホットキャリア対策効果に優れているという特性を有している。
　このような構成によれば、レジストを半導体層上に直接的に形成した後、このレジスト
のソース及びドレイン側低濃度領域もしくは低濃度領域及び高濃度領域に対応する膜厚を
フォトリソグラフィー法により所定形状に薄く形成している。これにより、上記レジスト
をマスクとして半導体層を所定形状にエッチングするとともに、再度上記レジストをマス
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クとして所定濃度の不純物を上記半導体層に注入することができる。即ち、１回のフォト
リソグラフィー工程により形成した所定形状のレジストを、半導体層のエッチングと、不
純物の注入との両工程に併用することができる。そのため、ゲート電極を所定形状にパタ
ーニングする工程と合わせて２回のフォトリソグラフィー工程によりＧＯＬＤ構造を有す
る半導体装置を形成することができる。従って、従来法と比較して、フォトリソグラフィ
ー工程を１回削減することができる。また、フォトリソグラフィー工程に付随する工程、
例えば、レジスト剥離等の工程についても同時に削減することができる。
【００１９】
　また、半導体装置の製造方法の前記レジスト形成工程において、露光時に、局所的に透
過率の異なるフォトマスクを用いることによって、前記ソース側低濃度領域及び前記ドレ
イン側低濃度領域に対応する前記レジストの膜厚を、前記チャネル領域に対応する前記レ
ジストの膜厚より薄く形成することも好ましい。
　このような構成によれば、フォトリソグラフィー工程において、マスク又はレチクルを
透過する露光光の光強度を制御して、レジストを露光、現像処理することができる。即ち
、ハーフトーン露光が可能となる。これにより、レジストの膜厚を所定の膜厚に制御して
形成することができる。従って、上記レジストの膜厚を変化させることにより、半導体層
に高濃度、低濃度、又は非不純物領域を選択制御して形成することができる。
【００２０】
　また、半導体装置の製造方法の前記レジスト形成工程において、前記ソース側低濃度領
域及び前記ドレイン側低濃度領域に対応するレジストの膜厚を、５０ｎｍ～２００ｎｍに
形成することも好ましい。
　このような構成によれば、イオン注入装置によって半導体層に照射された低濃度の不純
物が、低濃度の状態を維持してレジストを通過することができる。従って、半導体層に高
濃度不純物から構成されるソース及びドレイン領域を形成することができる。
【００２１】
　また、半導体装置の製造方法の前記低濃度不純物領域形成工程において、前記レジスト
をマスクとして前記半導体膜を所定パターンにエッチングする工程と、前記ソース側高濃
度領域、前記ドレイン側高濃度領域前記、前記ドレイン側低濃度領域及び前記ソース側低
濃度領域に対応する部分の前記半導体膜を露出させ、前記半導体膜に前記低濃度不純物を
注入し、前記ソース側低濃度領域及び前記ドレイン側低濃度領域を形成する工程を有する
ことも好ましい。
　レジストを半導体層上に成膜する場合、半導体層上に均一にレジストを成膜することが
困難である。これにより、レジスト表面が平坦ではないため半導体層に均一に不純物が注
入されない場合がある。これに対して、本願発明によれば、低濃度の不純物を注入する半
導体層の領域が露出しているため、露出した平坦な半導体層に直接的に不純物を注入する
ことができる。これにより、半導体層に不純物を均一に注入することができる。
【００２２】
　また本発明の半導体装置の製造方法は、ソース側高濃度領域とドレイン側高濃度領域と
ソース側低濃度領域とドレイン側低濃度領域とチャネル領域とを有する半導体層と、前記
半導体層と絶縁膜を介して対向したゲート電極と、を有する半導体装置の製造方法であっ
て、基板上に半導体膜を形成する工程と、前記半導体膜上に前記ソース側高濃度領域、前
記ドレイン側高濃度領域、前記ソース側低濃度領域及び前記ドレイン側低濃度領域に対応
する前記レジストの膜厚を、前記チャネル領域に対応する前記レジストの膜厚より薄く形
成する工程と、前記レジストの薄い部分を通して前記半導体膜に低濃度不純物を注入し、
前記ソース側低濃度領域及び前記ドレイン側低濃度領域を形成する工程と、前記レジスト
をマスクとして前記半導体膜を所定パターンにエッチングする工程と、前記レジストを前
記半導体膜上から除去し、前記半導体膜上にゲート絶縁膜を形成する工程と、前記ゲート
絶縁膜上に前記ソース側低濃度領域、前記ドレイン側低濃度領域及び前記チャネル領域に
対応する位置に前記ゲート電極を形成する工程と、前記ゲート電極をマスクとして前記半
導体膜に前記低濃度不純物より高濃度の不純物を注入し、前記ソース側高濃度領域及び前
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記ドレイン側高濃度領域を形成する工程と、を有し、前記エッチング工程において、膜厚
を厚く形成した前記レジストの下方の前記半導体膜に前記低濃度不純物が注入された不純
物領域で、かつ、前記チャネル領域のチャネル長に平行に延在する不純物領域の前記半導
体膜を除去することを特徴とする。
【００２３】
　この方法によれば、少なくともチャネル領域のチャネル長に平行に延在する不純物領域
をエッチング処理により除去する。これにより、上記不純物領域をパスとしたソース領域
からドレイン領域への電荷のリークを防止することができる。従って、ゲート電極をオン
／オフすることにより、半導体装置の正確なスイッチングが可能となる。
【００２４】
　また本発明は、上記半導体装置の製造方法により製造された半導体装置であって、前記
ソース側高濃度領域と前記ドレイン側高濃度領域の幅は、前記ソース側低濃度領域と前記
ドレイン側低濃度領域の幅以下であることを特徴とする。
【００２５】
　この構成によれば、膜厚を厚く形成したレジストの直下の不純物領域を確実に除去する
ことができる。これにより、上記不純物領域をパスとしたソース領域からドレイン領域へ
の電荷のリークを防止することができる。従って、ゲート電極をオン／オフすることによ
り、半導体装置の正確なスイッチングが可能となる。
【００２６】
　また、本願発明は、ソース側高濃度領域とドレイン側高濃度領域とソース側低濃度領域
とドレイン側低濃度領域とチャネル領域とを有する半導体層と、前記半導体層と絶縁膜を
介して対向したゲート電極と、を有する半導体装置の製造方法であって、基板上に前記半
導体膜を形成する工程と、前記半導体膜上に、中央が平坦部であり、両端がテーパー部と
なるように前記レジストを形成する工程と、前記レジストのテーパー部を通して、前記半
導体膜に高濃度不純物を注入し、前記半導体膜に濃度勾配領域及び前記チャネル領域を形
成する工程と、前記レジストをマスクとして前記半導体膜を所定パターンにエッチングす
る工程と、前記レジストを前記半導体膜上から除去し、前記半導体膜上にゲート絶縁膜を
形成する工程と、前記ゲート絶縁膜上に前記チャネル領域又は前記チャネル領域及び前記
濃度勾配領域の一部に対応する位置に前記ゲート電極を形成する工程と、を有することを
特徴とする。
　このような構成によれば、レジストをテーパー状に形成しているため、半導体層の端部
からチャネル領域への膜厚の増加に伴って、注入する不純物は膜厚に反比例して濃度勾配
を持つ。即ち、半導体層の端部からチャネル領域に向かって徐々に不純物の濃度が低下す
る。従って、上記テーパー状のレジストを用いることにより一回の不純物注入により所定
の濃度勾配を有する不純物領域、例えば、ソース及びドレイン高濃度不純物領域、ソース
及びドレイン低濃度不純物領域を半導体層に形成することができる。
【００２７】
　また、上記半導体装置の製造方法において、前記ゲート絶縁膜上に前記チャネル領域に
対応する位置に前記ゲート電極を形成する半導体装置と、前記チャネル領域及び前記濃度
勾配領域の少なくとも一部に対応する位置にゲート電極を形成する半導体装置と、を同一
基板上に形成することも好ましい。
　このようにＬＤＤ及びＧＯＬＤ構造を有する半導体装置の形成において、不純物注入の
際のマスクとしてテーパー状のマスクを用いることによって、１回の不純物注入により同
一基板上にＬＤＤ及びＧＯＬＤ構造を有する半導体装置を形成することができる。また、
ＬＤＤ及びＧＯＬＤ構造を有する半導体装置の不純物領域を全てセルフアラインで形成す
ることができる。従って、半導体装置の製造工程の効率化を図ることができる。
【００２８】
　また、上記半導体装置の製造方法において、中央が平坦部であり、両端がテーパー部で
ある前記レジストを用いて形成する半導体装置と、不純物を注入する領域の膜厚が薄く形
成された前記レジストを用いて形成する半導体装置と、を同一基板上に形成することも好
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ましい。
　このようにＬＤＤ構造を有する半導体装置の形成においてマスクとしてソース側及びド
レイン側高濃度領域に対応するレジストを薄く形成したマスクを用い、ＧＯＬＤ構造を有
する半導体装置の形成においてマスクとしてテーパー状のマスクを用いることによって、
従来の方法と比較してフォトリソグラフィー工程の回数を削減して同一基板上にＬＤＤ及
びＧＯＬＤ構造を有する半導体装置を形成することができる。従って、半導体装置の製造
工程の効率化を図ることができる。
【００２９】
　また、本願発明は、ソース側高濃度領域とドレイン側高濃度領域とソース側低濃度領域
とドレイン側低濃度領域とチャネル領域とを有する半導体層と、前記半導体層と絶縁膜を
介して対向したゲート電極と、を有する半導体装置の製造方法であって、基板上に前記半
導体膜を形成する工程と、前記半導体膜上に、後でチャネル領域となる中央が平坦部であ
り、後で高濃度注入領域となる端部の膜厚が前記平坦部よりも薄く、後で濃度勾配領域と
なる、前記平坦部と膜厚が薄い前記端部との間が、テーパー形状となるように前記レジス
トを形成する工程と、前記レジストをマスクとして前記半導体膜を所定パターンにエッチ
ングする工程と、前記レジストを通して、前記半導体膜に高濃度不純物を注入し、前記半
導体膜に前記チャネル領域、前記高濃度注入領域及び前記濃度勾配領域を形成する工程と
、前記レジストを前記半導体膜上から除去し、前記半導体膜上にゲート絶縁膜を形成する
工程と、前記ゲート絶縁膜上に前記チャネル領域又は前記チャネル領域及び前記濃度勾配
領域の一部に対応する位置に前記ゲート電極を形成する工程と、を有することを特徴とす
る。
　このような構成によれば、レジストをテーパー状に形成しているため、高濃度領域から
チャネル領域への膜厚の増加に伴って、注入する不純物は膜厚に反比例して濃度勾配を持
つ。即ち、高濃度領域からチャネル領域に向かって徐々に不純物の濃度が低下する。従っ
て、上記テーパー状のレジストを用いることにより１回の不純物注入により所定の濃度勾
配を有する不純物領域、例えば、ソース及びドレイン高濃度不純物領域、ソース及びドレ
イン低濃度不純物領域を半導体層に形成することができる。
【００３０】
　また、上記半導体装置の製造方法において、前記ゲート絶縁膜上に前記チャネル領域に
対応する位置に前記ゲート電極を形成する半導体装置と、前記チャネル領域及び前記濃度
勾配領域の一部に対応する位置にゲート電極を形成する半導体装置と、を同一基板上に形
成することも好ましい。
　このようにＬＤＤ及びＧＯＬＤ構造を有する半導体装置の形成において、不純物注入の
際のマスクとしてテーパー状のマスクを用いることによって、１回の不純物注入により同
一基板上にＬＤＤ及びＧＯＬＤ構造を有する半導体装置を形成することができる。また、
ＬＤＤ及びＧＯＬＤ構造を有する半導体装置の不純物領域を全てセルフアラインで形成す
ることができる。従って、半導体装置の製造工程の効率化を図ることができる。
【００３１】
　また、上記半導体装置の製造方法において、前記チャネル領域に相当する部分である中
央が平坦部であり、前記高濃度注入領域である端部においては膜厚が薄くなるように前記
レジストを形成する工程と、前記平坦部と膜厚が薄い前記端部との間の前記濃度勾配領域
はテーパー形状となるように形成された前記レジストを用いて形成する半導体装置と、不
純物を注入する領域の膜厚が薄く形成された前記レジストを用いて形成する半導体装置と
、を同一基板上に形成することも好ましい。
　このようにＬＤＤ構造を有する半導体装置の形成においてマスクとしてソース側及びド
レイン側高濃度領域に対応するレジストを薄く形成したマスクを用い、ＧＯＬＤ構造を有
する半導体装置の形成においてマスクとしてテーパー状のマスクを用いることによって、
従来の方法と比較してフォトリソグラフィー工程の回数を削減して同一基板上にＬＤＤ及
びＧＯＬＤ構造を有する半導体装置を形成することができる。従って、半導体装置の製造
工程の効率化を図ることができる。
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【００３２】
　また、本願発明は、ソース側高濃度領域とドレイン側高濃度領域とソース側低濃度領域
とドレイン側低濃度領域とチャネル領域とを有する半導体層と、前記半導体層と絶縁膜を
介して対向したゲート電極と、を有する半導体装置の製造方法であって、基板上に半導体
膜を形成する工程と、第１半導体装置形成領域において、前記半導体膜上に前記ソース側
高濃度領域及び前記ドレイン側高濃度領域に対応する前記レジストの膜厚を、前記チャネ
ル領域、前記ソース側低濃度領域及び前記ドレイン側低濃度領域に対応する前記レジスト
の膜厚より薄くなるように前記レジストを形成する工程と、第２半導体装置形成領域にお
いて、前記ソース側高濃度領域、前記ドレイン側高濃度領域、前記ソース側低濃度領域及
び前記ドレイン側低濃度領域に対応する前記レジストの膜厚を、前記チャネル領域に対応
する前記レジストの膜厚より薄く、かつ、前記第１半導体装置形成領域における前記ソー
ス側高濃度領域、前記ドレイン側高濃度領域に対応する前記レジストの膜厚よりも厚くな
るように前記レジストを形成する工程と、前記第１及び第２半導体装置形成領域各々の前
記半導体膜を前記レジストをマスクとしてエッチングするとともに、前記半導体膜に高濃
度不純物を注入し、前記第１半導体装置形成領域には前記ソース側高濃度領域及び前記ド
レイン側高濃度領域を形成し、前記第２半導体装置形成領域には前記ソース側低濃度領域
、ドレイン側低濃度領域及び前記チャネル領域を形成する工程と、前記第１及び第２半導
体装置形成領域各々に形成された前記レジストを前記半導体膜上から除去し、前記半導体
膜上にゲート絶縁膜を形成する工程と、前記第１半導体装置形成領域において、前記ゲー
ト絶縁膜上に前記チャネル領域に対応する位置に前記ゲート電極を形成する工程と、前記
第２半導体装置形成領域において、前記ゲート絶縁膜上に前記チャネル領域、ソース側低
濃度領域及びドレイン側低濃度領域に対応する位置に前記ゲート電極を形成する工程と、
　前記第１及び第２半導体装置形成領域各々の前記ゲート電極をマスクとして前記半導体
膜に前記高濃度不純物より低濃度の不純物を注入し、前記第１半導体装置形成領域にソー
ス側低濃度領域及び前記ドレイン側低濃度領域を形成する工程と、前記第１半導体装置形
成領域の全面をレジストで被覆するとともに、前記第２半導体装置形成領域の前記半導体
膜に高濃度不純物を注入し、前記ソース側高濃度領域及び前記ドレイン側高濃度領域を形
成する工程と、を有することを特徴とする。
【００３３】
　本願発明は、レジストをハーフトーン露光することにより、高濃度不純物が通過する領
域、低濃度不純物が通過する領域及び不純物を遮断する領域をレジストに形成している。
即ち、ハーフトーン露光することにより、レジストに３階調のパターンを形成している。
このようにＬＤＤ及びＧＯＬＤ構造を有する半導体装置の形成において上記マスクを用い
ることによって、従来の方法と比較してフォトリソグラフィー工程の回数を減少させて同
一基板上にＬＤＤ及びＧＯＬＤを形成することができる。従って、半導体装置の製造工程
の効率化を図ることができる。
【００３４】
　本願発明は、上記半導体装置の製造方法により製造された半導体装置である。
　本願発明によれば、ソース側高濃度領域及びドレイン側高濃度領域が半導体層の端部か
ら同じ領域幅で形成されているため、所定の電気的特性を有する半導体装置を得ることが
できる。
　また、本願発明は、上記半導体装置を備える電気光学装置である。
　本願発明によれば、製造工程を削減して電気光学装置を製造し提供することができる。
なお、本願発明において、電気光学装置とは、電界により物質の屈折率が変化して光の透
過率を変化させる電気光学効果を有するものの他、電気エネルギーを光学エネルギーに変
換するもの等も含んで総称している。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３５】
　［第１の実施の形態］
（電気光学装置の構造）
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　図１～図３に基づいて、本発明に係る実施形態の電気光学装置の構造について説明する
。本実施形態では、スイッチング素子としてＴＦＴ（薄膜半導体装置）を用いたアクティ
ブマトリクス型の透過型液晶装置を例として説明する。
　図１は本実施形態の液晶装置の画像表示領域を構成するマトリクス状に配置された複数
のドットにおけるスイッチング素子、信号線等の等価回路図、図２はデータ線、走査線、
画素電極等が形成されたＴＦＴアレイ基板の１ドットを拡大して示す平面図、図３は本実
施形態の液晶装置の構造を示す断面図であって、図２のＡ－Ａ’線断面図である。なお、
図３においては、図示上側が光入射側、図示下側が視認側（観察者側）である場合につい
て図示している。また、各図においては、各層や各部材を図面上で認識可能な程度の大き
さとするため、各層や各部材毎に縮尺を異ならせてある。
【００３６】
　本実施形態の液晶装置において、図１に示すように、画像表示領域を構成するマトリク
ス状に配置された複数のドットには、画素電極９と当該画素電極９を制御するためのスイ
ッチング素子であるＴＦＴ（薄膜半導体装置）９０がそれぞれ形成されており、画像信号
が供給されるデータ線６ａが当該ＴＦＴ９０のソースに電気的に接続されている。データ
線６ａに書き込む画像信号Ｓ１、Ｓ２、…、Ｓｎは、この順に線順次に供給されるか、あ
るいは相隣接する複数のデータ線６ａに対してグループ毎に供給される。
【００３７】
　また、走査線３ａがＴＦＴ９０のゲートに電気的に接続されており、複数の走査線３ａ
に対して走査信号Ｇ１、Ｇ２、…、Ｇｍが所定のタイミングでパルス的に線順次で印加さ
れる。また、画素電極９はＴＦＴ９０のドレインに電気的に接続されており、スイッチン
グ素子であるＴＦＴ９０を一定期間だけオンすることにより、データ線６ａから供給され
る画像信号Ｓ１、Ｓ２、…、Ｓｎを所定のタイミングで書き込む。
【００３８】
　画素電極９を介して液晶に書き込まれた所定レベルの画像信号Ｓ１、Ｓ２、…、Ｓｎは
、後述する共通電極との間で一定期間保持される。液晶は、印加される電圧レベルにより
分子集合の配向や秩序が変化することにより、光を変調し、階調表示を可能にする。ここ
で、保持された画像信号がリークすることを防止するために、画素電極９と共通電極との
間に形成される液晶容量と並列に蓄積容量９８が付加されている。
【００３９】
　図３に示すように、本実施形態の液晶装置は、液晶層１０２を挟持して対向配置され、
ＴＦＴ９０や画素電極９が形成されたＴＦＴアレイ基板１００と、共通電極１０８が形成
された対向基板１０４とを具備して概略構成されている。
【００４０】
　以下、図２に基づいて、ＴＦＴアレイ基板１００の平面構造について説明する。
　ＴＦＴアレイ基板１００には、矩形状の画素電極９が複数、マトリクス状に設けられて
おり、図２に示すように、各画素電極９の縦横の境界に沿って、データ線６ａ、走査線３
ａ及び容量線３ｂが設けられている。本実施形態において、各画素電極９及び各画素電極
９を囲むように配設されたデータ線６ａ、走査線３ａ等が形成された領域が１ドットとな
っている。
【００４１】
　データ線６ａは、ＴＦＴ９０を構成する多結晶半導体膜１４ａのうちソース領域１８に
、コンタクトホール９２を介して電気的に接続されており、画素電極９は、多結晶半導体
膜１４ａのうちドレイン領域１９に、コンタクトホール９６、ソース線６ｂ、コンタクト
ホール９４を介して電気的に接続されている。また、走査線３ａの一部が、多結晶半導体
膜１４ａのうちチャネル領域２０に対向するように拡幅されており、走査線３ａの拡幅さ
れた部分が、ゲート電極として機能する。以下、走査線３ａにおいて、ゲート電極として
機能する部分を単に「ゲート電極」と称し、符号２４ａで示す。また、ＴＦＴ９０を構成
する多結晶半導体膜１４ａは、容量線３ｂと対向する部分にまで延設されており、この延
設部分１ｆを下電極、容量線３ｂを上電極とする蓄積容量（蓄積容量素子）９８が形成さ
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れている。
【００４２】
　次に、図３に基づいて、本実施形態の液晶装置の断面構造について説明する。
　ＴＦＴアレイ基板１００は、ガラス等の透光性材料からなる基板本体（透光性基板）１
０とその液晶層１０２側表面に形成された画素電極９、ＴＦＴ９０、配向膜１１を主体と
して構成されており、対向基板１０４はガラス等の透光性材料からなる基板本体１０４Ａ
とその液晶層１０２側表面に形成された共通電極１０８と配向膜１１０とを主体として構
成されている。
【００４３】
　詳細には、ＴＦＴアレイ基板１００において、基板本体１０の直上に、シリコン酸化膜
等からなる下地保護膜（緩衝膜）１２が形成されている。また、基板本体１０の液晶層１
０２側表面にはインジウム錫酸化物（ＩＴＯ）等の透明導電性材料からなる画素電極９が
設けられ、各画素電極９に隣接する位置に、各画素電極９をスイッチング制御する画素ス
イッチング用ＴＦＴ９０が設けられている。
【００４４】
　下地保護膜１２上には、多結晶シリコンからなる多結晶半導体膜１４ａが所定のパター
ンで形成されており、この多結晶半導体膜１４ａ上に、シリコン酸化膜等からなるゲート
絶縁膜２２が形成され、このゲート絶縁膜２２上に、走査線３ａ（ゲート電極２４ａ）が
形成されている。本実施形態では、ゲート電極２４ａの側面はゲート絶縁膜２２の表面に
対してテーパー状となっている。また、多結晶半導体膜１４ａのうち、ゲート絶縁膜２２
を介してゲート電極２４ａと対向する領域が、ゲート電極２４ａからの電界によりチャネ
ルが形成されるチャネル領域２０となっている。また、多結晶半導体膜１４ａにおいて、
チャネル領域２０の一方側（図示左側）には、ソース領域１８が形成され、他方側（図示
右側）にはドレイン領域１９が形成されている。そして、ゲート電極２４ａ、ゲート絶縁
膜２２、後述するデータ線６ａ、ソース線６ｂ、多結晶半導体膜１４ａのソース領域１８
、チャネル領域２０、ドレイン領域１９等により、画素スイッチング用ＴＦＴ９０が構成
されている。
【００４５】
　本実施形態において、画素スイッチング用ＴＦＴ９０は、ＬＤＤ構造を有するものとな
っており、ソース領域１８及びドレイン領域１９には、各々、不純物濃度が相対的に高い
高濃度領域（高濃度ソース領域、高濃度ドレイン領域）と、相対的に低い低濃度領域（Ｌ
ＤＤ領域（低濃度ソース領域、低濃度ドレイン領域））が形成されている。以下、高濃度
ソース側高濃度領域、ソース側低濃度領域を、符号１８、２６で表し、ドレイン側高濃度
領域、ドレイン側低濃度領域を、各々、符号１９、２７で表す。
【００４６】
　また、走査線３ａ（ゲート電極２４ａ）が形成された基板本体１０上には、シリコン酸
化膜等からなる第１層間絶縁膜４が形成されており、この第１層間絶縁膜４上に、データ
線６ａ及びソース線６ｂが形成されている。データ線６ａは、第１層間絶縁膜４に形成さ
れたコンタクトホール９２を介して、多結晶半導体膜１４ａのソース側高濃度領域１８に
電気的に接続されており、ソース線６ｂは、第１層間絶縁膜４に形成されたコンタクトホ
ール９４を介して、多結晶半導体膜１４ａのドレイン側高濃度領域１９に電気的に接続さ
れている。
【００４７】
　また、データ線６ａ、ソース線６ｂが形成された第１層間絶縁膜４上には、シリコン窒
化膜等からなる第２層間絶縁膜５が形成されており、第２層間絶縁膜５上に、画素電極９
が形成されている。画素電極９は、第２層間絶縁膜５に形成されたコンタクトホール９６
を介して、ソース線６ｂに電気的に接続されている。
　また、多結晶半導体膜１４ａのドレイン側高濃度領域１９からの延設部分１ｆ（下電極
）に対して、ゲート絶縁膜２２と一体形成された絶縁膜（誘電体膜）を介して、走査線３
ａと同層に形成された容量線３ｂが上電極として対向配置されており、これら延設部分１
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ｆと容量線３ｂにより蓄積容量９８が形成されている。
　また、ＴＦＴアレイ基板１００の液晶層１０２側最表面には、液晶層１０２内の液晶分
子の配列を制御するための配向膜１１が形成されている。
【００４８】
　他方、対向基板１０４においては、基板本体１０４Ａの液晶層１０２側表面に、液晶装
置に入射した光が、少なくとも、多結晶半導体膜１４ａのチャネル領域２０及び低濃度領
域２６、２７に入射することを防止するための遮光膜１０６が形成されている。また、遮
光膜１０６が形成された基板本体１０４Ａ上には、そのほぼ全面に渡って、ＩＴＯ等から
なる共通電極１０８が形成され、その液晶層１０２側には、液晶層１０２内の液晶分子の
配列を制御するための配向膜２２が形成されている。
【００４９】
（薄膜半導体装置の製造方法）
　図４（ａ）～（ｃ）、図５（ａ）～（ｃ）は、本実施形態におけるＬＤＤ構造を有する
ｎチャネル型のＴＦＴの製造方法を工程順に示す概略断面図である。
　まず、図４（ａ）に示すように、基板１０として、超音波洗浄等により清浄化したガラ
ス基板等の透光性基板を用意する。その後、基板の表面温度が１５０～４５０℃となる条
件下で、基板１０の全面にシリコン酸化膜等からなる下地保護膜（緩衝膜）１２をプラズ
マＣＶＤ法等により１００～５００ｎｍの厚さに成膜する。この工程において用いる原料
ガスとしては、モノシランと一酸化二窒素との混合ガスや、ＴＥＯＳ（テトラエトキシシ
ラン、Ｓｉ（ＯＣ２Ｈ５）４）と酸素、ジシランとアンモニア等が好適である。
【００５０】
　次に、図４（ａ）に示すように、下地保護膜１２の全面に、非晶質シリコンからなる非
晶質半導体膜１４をプラズマＣＶＤ法等により３０～１００ｎｍの厚さに成膜する。この
工程において用いる原料ガスとしては、ジシランやモノシランが好適である。次に、非晶
質半導体膜１４に対して、レーザーアニールを施すなどして、非晶質半導体膜１４を多結
晶化し、多結晶シリコンからなる多結晶半導体膜１４ａを形成する。
【００５１】
　次に、図４（ｂ）に示すように、上記非晶質半導体膜１４上にフォトレジスト１６を成
膜し、フォトリソグラフィー法により所定形状にパターニングする。ここで、フォトリソ
グラフィー法においては、フォトレジスト１６に転写露光する所定パターンマスク又はレ
チクルとしてハーフトーンマスクを使用している。このハーフトーンマスクは、露光装置
から照射される露光光を遮断する部分と、露光光を完全に透過させる部分と、露光光を部
分的に透過させる部分とを有している。部分的に露光光を透過させるマスク又はレチクル
領域には、スリット等からなる回折格子パターンが設けられ、露光光の透過する光強度を
制御することができるようになっている。
【００５２】
　このようにして、露光時に上記ハーフトーンマスクを使用して、フォトレジスト１６の
形状を、多結晶半導体膜１４ａのソース側高濃度領域１８及びドレイン側高濃度領域１９
に対応するフォトレジスト１６領域の膜厚が、チャネル領域２０ａに対応するフォトレジ
スト１６の膜厚よりも薄くなるように形成する。つまり、多結晶半導体膜１４ａに高濃度
の不純物イオン注入を行った場合に、照射された高濃度の不純物イオンがフォトレジスト
１６を高濃度の状態で通過し、上記ソース側高濃度領域１８及びドレイン側高濃度領域１
９に注入されるようなフォトレジスト１６の膜厚であることを意味する。このようなフォ
トレジスト１６の膜厚としては、例えば、５０ｎｍ～２００ｎｍ程度であることが好まし
い。
　一方、多結晶半導体膜１４ａのソース側高濃度領域１８及びドレイン側高濃度領域１９
以外のチャネル領域２０ａに対応するフォトレジスト１６の膜厚としては、多結晶半導体
膜１４ａに高濃度の不純物イオン注入を行った場合に、照射された高濃度の不純物イオン
をフォトレジスト１６領域内で遮断し、多結晶半導体膜１４ａに所定濃度の不純物イオン
が到達しない程度の膜厚である。このようなフォトレジスト１６の膜厚としては、例えば
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、２００ｎｍ以上であることが好ましい。
　なお、上記チャネル領域２０ａは、後述においてソース側低濃度領域２６、ドレイン側
低濃度領域２７及びチャネル領域２０に対応する領域である。
【００５３】
　次に、図４（ｃ）に示すように、上記所定形状にパターニングされたフォトレジスト１
６をマスクとして、フォトレジスト１６の下層に形成されている多結晶半導体膜１４ａを
所定形状にエッチングする。エッチング方法としては、ドライエッチング又はウエットエ
ッチング等の各種方法が適用可能である。
　続けて、図４（ｃ）に示すように、上記フォトレジスト１６をマスクとして、多結晶半
導体膜１４ａに対して、高濃度の不純物イオン（リンイオン）を例えば、０．１×１０１

５～約１０×１０１５／ｃｍ２のドーズ量で注入する。これによって、上記フォトレジス
ト１６の膜厚が薄い領域については、上記高濃度の不純物イオンが高濃度の状態でフォト
レジスト１６を通過し、多結晶半導体膜１４ａに注入される。このようにしてフォトレジ
スト１６をマスクとして、自己整合的（セルフアライメント）に多結晶半導体膜１４ａに
ソース側高濃度領域１８及びドレイン側高濃度領域１９を形成することができる。一方、
上記フォトレジスト１６の膜厚が厚い領域については、上記高濃度の不純物イオンがフォ
トレジスト１６の領域内において遮断されるため、不純物イオンは多結晶半導体膜１４ａ
の領域には到達しない。このように所定濃度の不純物イオンが注入されなかった領域は、
不純物が添加されない多結晶半導体膜１４ａから構成されるチャネル領域２０ａとなる。
　また、多結晶半導体膜１４ａのエッチングを不純物イオン注入の後に実施する方法も好
ましい。
【００５４】
　本実施形態で特徴的な点は、上述したように、多結晶半導体膜１４ａに成膜したフォト
レジスト１６を直接上記所定形状にパターニングし、これをマスクとして高濃度の不純物
イオンを多結晶半導体膜１４ａに注入している点である。即ち、従来のようにゲート絶縁
膜を介して高濃度の不純物イオンを注入するのではなく、ゲート絶縁膜を成膜する前に、
多結晶半導体膜１４ａに高濃度の不純物イオンを注入している点である。従って、半導体
装置の形成後において、本実施形態のゲート絶縁膜２２に含有する不純物濃度と、従来法
におけるゲート絶縁膜に含有する不純物濃度とを比較した場合、従来法におけるゲート絶
縁膜に含有する不純物濃度の方が高濃度の不純物を含有している。これにより、ゲート絶
縁膜に含有する不純物濃度が例えば１×１０１４／ｃｍ２以上の濃度であれば、ゲート絶
縁膜を介して高濃度の不純物イオンを注入したことになる。
【００５５】
　次に、図５（ａ）に示すように、多結晶半導体膜１４ａ上に成膜されたフォトレジスト
１６を剥離し、剥離した多結晶半導体膜１４ａ上を含む基板１０全面に、プラズマＣＶＤ
法、スパッタ法等によりゲート絶縁膜２２を形成する。続けて、ゲート絶縁膜２２上に後
述するゲート電極となる導電膜２４を全面に形成する。
【００５６】
　次に、図５（ｂ）に示すように、上記導電膜２４上の全面にフォトレジスト３０を成膜
し、フォトリソグラフィー法により上記フォトレジスト３０を露光、現像処理し所定形状
にパターニングする。ここで、上記フォトレジスト３０は、下層に形成される図５（ｂ）
のチャネル領域２０ａの領域幅よりも小さく、かつ、チャネル領域２０ａの両端部に後述
するソース及びドレイン側低濃度領域２６、２７が形成されるように位置合わせして形成
されている。
【００５７】
　次に、図５（ｃ）に示すように、上記所定形状にパターニングしたフォトレジスト３０
をマスクとして導電膜２４をエッチングし、ゲート電極２４ａを形成する。
　続けて、ゲート電極２４ａをマスクとして例えば、約０．１×１０１３～約１０×１０
１３／ｃｍ２のドーズ量で低濃度の不純物イオン（リンイオン）を注入する。このように
して、多結晶半導体膜１４ａ領域のチャネル領域２０の両端部に、ソース側低濃度領域２
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６及びドレイン側低濃度領域２７を形成する。このようにして、いわゆるＬＤＤ構造を有
する半導体装置を形成する。
【００５８】
　上述した方法により製造されたＬＤＤ構造を有する半導体装置は、ソース側高濃度領域
１８及びドレイン側高濃度領域１９の領域幅が、多結晶半導体膜１４ａの端部から同じ幅
で形成されている。また、多結晶半導体膜１４ａのソース側高濃度領域１８及びドレイン
側高濃度領域１９の膜厚は、ソース側低濃度領域２６、ドレイン側低濃度領域２７及びチ
ャネル領域２０の膜厚よりも薄く形成されている。
【００５９】
　以上説明したように、本実施形態では、フォトレジスト１６を半導体層上に直接的に形
成した後、このフォトレジスト１６のソース側高濃度領域１８及びドレイン側高濃度領域
１９に対応する膜厚をフォトリソグラフィー法により所定形状に薄く形成している。これ
により、上記フォトレジスト１６をマスクとして多結晶半導体膜１４ａを所定形状にエッ
チングするとともに、再度上記フォトレジスト１６をマスクとして所定濃度の不純物を上
記半導体層に注入することができる。即ち、一回のフォトリソグラフィー工程により形成
した所定形状のフォトレジスト１６を、多結晶半導体膜１４ａのエッチングと、不純物の
注入との両工程にマスクとして併用することができる。従って、従来法と比較して、フォ
トリソグラフィー工程を１回削減することができる。また、フォトリソグラフィー工程に
付随する工程、例えば、フォトレジスト１６剥離等の工程についても同時に削減すること
ができる。
　また、フォトレジスト１６をマスクとして多結晶半導体膜１４ａに直接的に不純物注入
を行うため、多結晶半導体膜１４ａ上に形成されるゲート絶縁膜２２を介さずに不純物を
注入することができる。従って、不純物照射によるゲート絶縁膜２２へのダメージを回避
することができ、絶縁性を確保した信頼性の高いゲート絶縁膜２２を提供することができ
る。
　また、上記フォトレジスト１６をマスクとしてソース側高濃度領域１８及びドレイン側
高濃度領域１９を形成し、上記ゲート電極２４ａをマスクとしてソース側低濃度領域２６
及びドレイン側低濃度領域２７を形成しているため、全ての不純物領域を自己整合性（セ
ルフアライン）で形成することができる。
　さらに、上記多結晶半導体膜１４ａを所定形状にパターニングする前に、多結晶半導体
膜１４ａに形成するソース側高濃度領域１８及びドレイン側高濃度領域１９を設定するこ
とができる。従って、多結晶半導体膜１４ａに不純物注入してソース側高濃度領域１８及
びドレイン側高濃度領域１９を形成する際に、マスクと多結晶半導体膜１４ａとの位置合
わせを行う必要がなく、高精度に上記ソース側高濃度領域１８及びドレイン側高濃度領域
１９を多結晶半導体膜１４ａに形成することができる。
【００６０】
［第２の実施形態］
　次に、本実施形態におけるＧＯＬＤ構造を有する半導体装置の形成方法について図６（
ａ）～（ｃ）を参照して説明する。
　図６（ａ）～（ｃ）は、本実施形態におけるＧＯＬＤ構造を有するｎチャネル型のＴＦ
Ｔの製造方法を工程順に示す概略断面図である。なお、上記第１実施形態と同様の工程に
ついては本実施形態において説明を省略化又は簡略化し、共通の構成要素には同一の符号
を付す。
【００６１】
　まず、図６（ａ）に示すように、基板１０上の全面に下地保護膜１２を形成し、下地保
護膜１２上に多結晶半導体膜１４ａを成膜する。次に、多結晶半導体膜１４ａ上にフォト
レジスト１６を成膜し、所定形状にパターニングする。フォトレジスト１６のパターン形
状としては、上述したように、ハーフトーンマスクを用い、多結晶半導体膜１４ａの図中
６（ａ）のソース領域１８ａ及びドレイン領域１９ａに対応するフォトレジスト１６領域
の膜厚を薄く形成する。つまり、多結晶半導体膜１４ａに低濃度の不純物イオン注入を行
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った場合に、照射された低濃度の不純物イオンがフォトレジスト１６を低濃度の状態で通
過し、上記所定領域に注入されるような膜厚にフォトレジスト１６を形成する。このよう
なフォトレジスト１６の膜厚としては、例えば、５０ｎｍ～２００ｎｍ程度であることが
好ましい。
　一方、多結晶半導体膜１４ａのソース領域１８ａ及びドレイン領域１９ａ以外のチャネ
ル領域２０に対応するフォトレジスト１６の膜厚としては、多結晶半導体膜１４ａに低濃
度の不純物イオン注入を行った場合に、照射された低濃度の不純物イオンをフォトレジス
ト１６領域内で遮断し、多結晶半導体膜１４ａに所定濃度の不純物イオンが到達しない程
度の膜厚である。このようなフォトレジスト１６の膜厚としては、例えば、２００ｎｍ以
上であることが好ましい。
　なお、上記ソース領域１８ａは、後述においてソース側高濃度領域１８及びソース側低
濃度領域２６に対応する領域である。また、ドレイン領域１９ａは、後述においてドレイ
ン側高濃度領域１９及びソース側低濃度領域２７に対応する領域である。
【００６２】
　次に、図６（ａ）に示すように、上記所定形状にパターニングされたフォトレジスト１
６をマスクとして、フォトレジスト１６の下層に形成されている多結晶半導体膜１４ａを
所定形状にエッチングする。エッチング方法としては、ドライエッチング又はウエットエ
ッチング等の各種方法が適用可能である。
　また、多結晶半導体膜１４ａのエッチングを不純物イオン注入の後に実施する方法も好
ましい。
【００６３】
　続けて、フォトレジスト１６をマスクとして、例えば約０．１×１０１３～約１０×１
０１３／ｃｍ２のドーズ量で低濃度の不純物イオン（リンイオン）を注入する。このよう
にして、図６（ａ）に示すように、多結晶半導体膜１４ａ領域に、低濃度の不純物が注入
されたのソース領域１８ａ及びドレイン領域１９ａを形成する。この時、フォトレジスト
１６の膜厚の厚い部分の直下に位置し、不純物イオンが注入されなかった領域はチャネル
領域２０となっている。このようにフォトレジスト１６をマスクとして、自己整合的（セ
ルフアライメント）に多結晶半導体膜１４ａ領域に低濃度不純物領域であるソース領域１
８ａ及びドレイン領域１９ａを形成することができる。
【００６４】
　次に、多結晶半導体膜１４ａ上に成膜されたフォトレジスト１６を剥離する。次に、図
６（ｂ）に示すように、剥離した多結晶半導体膜１４ａ上を含む基板１０全面に、プラズ
マＣＶＤ法、スパッタ法等によりゲート絶縁膜２２を形成する。続けて、ゲート絶縁膜２
２上に後述するゲート電極となる導電膜２４を全面に形成する。
　次に、図６（ｂ）に示すように、上記導電膜２４上の全面にフォトレジスト３０を成膜
し、フォトリソグラフィー法により上記フォトレジスト３０を露光、現像処理し所定形状
にパターニングする。このフォトレジスト３０の幅は、図６（ｂ）に示すように、下層に
形成されるチャネル領域２０の領域幅よりも大きく形成し、チャネル領域２０の両端部に
形成されるソース領域１８ａ及びドレイン領域１９ａに一部が重なるようにする。即ち、
図６（ｄ）に示すゲート電極２４ａの直下にソース領域１８ａ及びドレイン領域１９ａが
オーバーラップするように形成される。
【００６５】
　次に、図６（ｃ）に示すように、上記所定形状にパターニングしたフォトレジスト３０
をマスクとして導電膜２４をエッチングし、ゲート電極２４ａを形成する。
　続けて、図６（ｄ）に示すように、ゲート電極２４ａをマスクとして、高濃度の不純物
イオン（リンイオン）を例えば、０．１×１０１５～約１０×１０１５／ｃｍ２のドーズ
量で注入する。このように、ゲート電極２４ａに被覆されていない多結晶半導体膜１４ａ
領域には、高濃度の不純物イオンが注入され、ソース側高濃度領域１８及びドレイン側高
濃度領域１９が形成される。一方、ゲート電極２４ａに被覆されゲート電極２４ａの直下
に位置する多結晶半導体膜１４ａ領域には、不純物イオンが遮断されるため、チャネル領
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域２０とその両端部にソース側低濃度領域２６及びドレイン側低濃度領域２７が形成され
る。本実施形態は上記第１実施形態と異なり、ソース側低濃度領域２６及びドレイン側低
濃度領域２７がゲート電極２４ａの直下にオーバーラップした状態となっており、いわゆ
るＧＯＬＤ構造を有する半導体装置を形成している。
【００６６】
　以上説明したように、上記第１実施形態において説明した工程を採用することによって
、不純物イオンの注入工程の順番を変更し、ソース側低濃度領域１８及びドレイン側低濃
度領域１９をゲート電極２４ａにまでオーバーラップして形成することにより、ＧＯＬＤ
構造を有する半導体装置を形成することができる。
【００６７】
［第３の実施形態］
　次に、同一基板上にＬＤＤ構造とＧＯＬＤ構造とを備える半導体装置を同一基板に同時
に形成する方法について図７（ａ）～（ｃ）を参照して以下に説明する。なお、上記第１
又は第２実施形態と同様の工程については本実施形態において説明を省略化又は簡略化す
る。
【００６８】
　図７（ａ）～（ｃ）は、本実施形態におけるＬＤＤ構造とＧＯＬＤ構造を有するｎチャ
ネル型のＴＦＴの製造方法を工程順に示す概略断面図である。ここで、図７中右側に図示
するＬＤＤ構造を有するＴＦＴ領域をＬＤＤ形成領域とし、図７中左側に図示するＧＯＬ
Ｄ構造を有するＴＦＴ領域をＧＯＬＤ形成領域とする。
　図７（ａ）に示すように、まず、基板４０上の全面に下地保護膜４２を形成する。次に
、非結晶半導体膜をアニール処理することにより多結晶半導体膜４４に変換し、この多結
晶半導体膜４４上にフォトレジストを成膜する。次に、フォトレジストを上述したように
ハーフトーンマスクを用いて所定形状にパターニングする。ＬＤＤ形成領域において、フ
ォトレジスト４６のパターニング形状としては、図７（ａ）に示すように、ソース側高濃
度領域４８及びドレイン側高濃度４９に対応するフォトレジスト４６の膜厚を薄く形成す
る。ソース側高濃度領域４８及びドレイン側高濃度領域４９に対応するフォトレジスト４
６の膜厚としては、例えば、５０ｎｍ～２００ｎｍ程度であることが好ましい。一方、多
結晶半導体膜４４のチャネル領域５０ａに対応するフォトレジスト４６の膜厚としては、
多結晶半導体膜４４に高濃度の不純物イオン注入を行った場合に、照射された高濃度の不
純物イオンがフォトレジスト４６領域内で遮断される程度の膜厚である。フォトレジスト
４６の膜厚としては、例えば、２００ｎｍ以上であることが好ましい。
　なお、上記チャネル領域５０ａは、後述においてソース側低濃度領域５６、ドレイン側
低濃度領域５７及びチャネル領域５０に対応する領域である。
【００６９】
　また、図７（ａ）～（ｃ）に示すように、ＧＯＬＤ領域において、フォトレジスト７６
のパターニング形状としては、ソース領域７８ａ及びドレイン領域７９ａに対応するフォ
トレジスト７６の領域の膜厚を薄く形成する。具体的には、上記ＬＤＤ領域において用い
たフォトレジスト４６の薄く形成した膜厚部分よりも厚くなおかつチャネル領域８０より
も薄く形成する。このとき、フォトレジスト７６のソース領域７８ａ及びドレイン領域７
９ａに対応する領域のフォトレジスト７６の膜厚は、多結晶半導体膜７４に高濃度の不純
物イオン注入を行った場合に、照射された低濃度の不純物イオンがフォトレジスト７６を
低濃度の状態で通過し、上記所定領域に注入されるようなフォトレジスト７６の膜厚に形
成する。即ち、高濃度の不純物イオンの一部がレジスト７６で遮断されて低濃度になり、
多結晶半導体膜１４ａに到達するようになっている。
　一方、多結晶半導体膜７４のチャネル領域８０に対応するフォトレジスト７６の膜厚と
しては、多結晶半導体膜７４に高濃度の不純物イオン注入を行った場合に、照射された高
濃度の不純物イオンがフォトレジスト７６領域内で遮断される程度の膜厚である。フォト
レジスト７６の膜厚としては、例えば、２００ｎｍ以上であることが好ましい。
　なお、上記ソース領域７８ａは、後述においてソース側高濃度領域７８及びソース側低
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濃度領域８６に対応する領域である。また、ドレイン領域７９ａは、後述においてドレイ
ン側高濃度領域７９及びドレイン側低濃度領域８７に対応する領域である。
　次に、上記所定形状にパターニングされたフォトレジスト４６、７６をマスクとして、
フォトレジスト４６、７６の下層に形成されている多結晶半導体膜４４、７４の各々を所
定形状にエッチングする。なお、多結晶半導体膜４４、７４のエッチングは後述する不純
物イオン注入の後に実施する方法も好ましい。
【００７０】
　次に、図７（ａ）に示すように、上記フォトレジスト４６、７６の各々をマスクとして
、多結晶半導体膜４４に対して、高濃度の不純物イオン（リンイオン）を例えば、０．１
×１０１５～約１０×１０１５／ｃｍ２のドーズ量で注入する。これによって、ＬＤＤ領
域において、上記フォトレジスト４６の膜厚が薄い領域には、高濃度の不純物を注入し、
上記フォトレジスト４６をマスクとして自己整合的（セルフアライン）に多結晶半導体膜
４４の領域にソース側高濃度領域４８及びドレイン側高濃度領域４９を形成する。また、
フォトレジスト４６の直下の多結晶半導体膜４４領域には、フォトレジスト４６マスクに
より不純物イオンを遮断するため、不純物イオンは上記多結晶半導体膜４４に注入されず
、チャネル領域５０ａを形成する。
【００７１】
　一方、ＧＯＬＤ領域においては、上記フォトレジスト７６の膜厚が薄い領域については
、高濃度の不純物イオンがフォトレジスト７６の膜厚によって、低濃度の状態でフォトレ
ジスト７６を通過し、多結晶半導体膜７４に注入される。このようにして、フォトレジス
ト７６をマスクとして自己整合的（セルフアライン）に多結晶半導体膜７４に低濃度不純
物領域であるソース領域７８ａ及びドレイン領域７９ａを形成する。また、フォトレジス
ト７６の直下の多結晶半導体膜７４領域には、フォトレジスト７６マスクにより不純物イ
オンが遮断されるため、不純物イオンは上記多結晶半導体膜７４に注入されず、チャネル
領域８０が形成される。
【００７２】
　次に、図７（ｂ）に示すように、多結晶半導体膜４４、７４への不純物注入工程の後、
多結晶半導体膜４４、７４上に形成されたフォトレジスト４６、７６の各々を剥離する。
次に、多結晶半導体膜４４、７４上にゲート絶縁膜５２を形成し、続けてゲート絶縁膜５
２上に導電膜を形成する。次に、導電膜上にフォトレジストを成膜し、このフォトレジス
トを所定形状にパターニングする。そして、所定形状にパターニングしたフォトレジスト
をマスクとして下層に形成される導電膜をエッチングする。エッチング後、ＬＤＤ形成領
域においてはチャネル領域５０に対応する位置にゲート電極５４が形成される。また、Ｇ
ＯＬＤ形成領域においては、後述するチャネル領域８０とソース側低濃度領域８６及びゲ
ート側低濃度領域８７に対応する位置にゲート電極８４が形成される。
【００７３】
　次に、図７（ｂ）に示すように、ゲート電極５４、８４をマスクとして、例えば、０．
１×１０１３～約１０×１０１３／ｃｍ２のドーズ量で低濃度の不純物イオン（リンイオ
ン）を多結晶半導体膜４４、７４の各々に注入する。
　これにより、ＬＤＤ形成領域においては、チャネル領域５０の両端部にソース側低濃度
領域５６及びドレイン側低濃度領域５７が形成される。これにより、ＬＤＤ構造を有する
半導体装置を形成することができる。一方、ＧＯＬＤ構造領域においては、低濃度の不純
物が再注入されるので、不純物が注入されるソース領域７８ａ及びドレイン領域７９ａは
低濃度不純物領域である。
【００７４】
　次に、図７（ｃ）に示すように、ＬＤＤ形成領域においては、高濃度不純物注入から保
護するため、上記形成されたＬＤＤ構造を有する半導体装置の全面を被覆するようにフォ
トレジスト６０を形成する。次に、ＧＯＬＤ形成領域においては、ゲート電極８４をマス
クとして、例えば、０．１×１０１５～約１０×１０１５／ｃｍ２のドーズ量で高濃度の
不純物イオン（リンイオン）を多結晶半導体膜７４に注入する。これにより、低濃度不純
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物領域であるソース領域７８ａ及びドレイン領域７９ａのゲート電極８４に被覆されてい
ない領域は、高濃度不純物からなるソース側高濃度領域７８及びドレイン側高濃度領域７
９となる。そして、ゲート電極８４の直下には、ソース側低濃度領域８６及びドレイン側
低濃度領域８７がオーバーラップした状態となり、ＧＯＬＤ構造を有する半導体装置を形
成している。
【００７５】
　本実施形態によれば、液晶表示装置のＴＦＴアレイ基板１００には、種々の回路が搭載
されているが、要求される機能に応じてＬＤＤ及びＧＯＬＤ構造を有する半導体装置を形
成することができる。例えば、画素電極を駆動させるスイッチング素子としてのＴＦＴに
は、オフ電流値の小さいＬＤＤ構造を有する半導体装置を形成し、画素周辺部に設けられ
る駆動回路を構成するＴＦＴには、ホットキャリア対策効果に優れたＧＯＬＤ構造を有す
る半導体装置を形成することができる。
　また、ＬＤＤ及びＧＯＬＤ構造を有する半導体装置の形成においてマスクとしてソース
領域及びドレイン領域に対応するフォトレジストを薄く形成したマスクを用いることによ
って、従来の方法と比較してフォトリソグラフィー工程の回数を減少させて同一基板上に
ＬＤＤ及びＧＯＬＤを形成することができる。従って、半導体装置の製造工程の効率化を
図ることができる。
【００７６】
［第４の実施形態］
　次に、上記第３実施形態と同様に、同一基板上に同時にＬＤＤ構造とＧＯＬＤ構造とを
備える半導体装置を形成する方法について図８（ａ）及び（ｂ）を参照して以下に説明す
る。なお、上記第１～第３実施形態と同様の工程については本実施形態において説明を省
略化又は簡略化する。
【００７７】
　図８（ａ）及び（ｂ）は、本実施形態におけるＬＤＤ構造とＧＯＬＤ構造を有するｎチ
ャネル型のＴＦＴの製造方法を工程順に示す概略断面図である。ここで、図８中右側に図
示するＬＤＤ構造を有するＴＦＴ領域をＬＤＤ形成領域とし、図８中左側に図示するＧＯ
ＬＤ構造を有するＴＦＴ領域をＧＯＬＤ形成領域とする。
　図８（ａ）に示すように、まず、基板４０上の全面に下地保護膜４２を形成する。次に
、アニール処理することにより非結晶半導体膜を多結晶半導体膜４４に変換し、この多結
晶半導体膜４４上にフォトレジスト４６を成膜する。次に、フォトレジスト４６を所定形
状にパターニングする。ＬＤＤ形成領域において、フォトレジスト４６は、ハーフトーン
露光により、多結晶半導体膜４４の端部からチャネル領域５０方向に向かってフォトレジ
スト４６の膜厚が厚くなるように、所定角度の傾斜を有するテーパー状に形成する。さら
に具体的には、上記テーパー状のフォトレジスト４６は、中央を平坦状に形成し、端部を
テーパー状に形成する。
　一方、ＧＯＬＤ形成領域においても同様に、フォトレジスト７６は、ハーフトーン露光
により、フォトレジスト７６を多結晶半導体膜７４の端部からチャネル領域８０方向に向
かってフォトレジスト７６の膜厚が厚くなるように、所定角度の傾斜を有するテーパー状
に形成する。
　次に、上記所定形状にパターニングされたフォトレジスト４６、７６をマスクとして、
フォトレジスト４６、７６の下層に形成されている多結晶半導体膜４４、７４の各々を所
定形状にエッチングする。なお、多結晶半導体膜４４、７４のエッチングは後述する不純
物イオン注入の後に実施する方法も好ましい。
【００７８】
　次に、図８（ａ）に示すように、上記フォトレジスト４６、７６をマスクとして、多結
晶半導体膜４４、７４の各々に対して、高濃度の不純物イオン（リンイオン）を例えば、
０．１×１０１５～約１０×１０１５／ｃｍ２のドーズ量で注入する。
　注入により、ＬＤＤ形成領域において、フォトレジスト４６をテーパー状に形成してい
る領域は、多結晶半導体膜４４のソース側高濃度領域４８及びドレイン側高濃度領域４９
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からチャネル領域５０に向かってフォトレジスト４６の膜厚が徐々に厚くなるにつれ、注
入される不純物の濃度が低くなる。このように、濃度勾配を有する濃度勾配領域を形成し
ている。この結果、図８（ａ）に示すように、高濃度の不純物が通過することができるフ
ォトレジスト４６の直下領域には、高濃度の不純物イオンが多結晶半導体膜４４に注入さ
れ、多結晶半導体膜４４の領域にソース側高濃度領域４８及びドレイン側低濃度領域４９
が形成される。一方、低濃度の不純物が通過することができるフォトレジスト４６の直下
領域には、低濃度の不純物イオンが多結晶半導体膜４４に注入され、ソース側低濃度領域
５６及びドレイン側低濃度領域５７が形成される。上記フォトレジスト４６の膜厚が最も
厚い領域の直下には、チャネル領域５０が形成されている。
　なお、上記多結晶半導体膜４４は、上述したように多結晶半導体膜４４の両端部からチ
ャネル領域５０に向かって濃度勾配領域を形成しているが、本実施形態においては上記実
施形態と整合性を図るため、所定の不純物濃度を境界として、便宜的に多結晶半導体膜を
高濃度不純物領域と低濃度不純物領域とに分けて説明している。
【００７９】
　同様に、ＧＯＬＤ領域においても、図８（ａ）に示すように、高濃度の不純物が通過す
ることができるフォトレジスト７６の直下領域には、高濃度の不純物イオンを多結晶半導
体膜７４に注入し、多結晶半導体膜７４の領域にソース側高濃度領域７８及びドレイン側
高濃度領域７９を形成する。一方、低濃度の不純物が通過することができるフォトレジス
ト７６の直下領域には、低濃度の不純物イオンを多結晶半導体膜７４に注入し、ソース側
低濃度領域８６及びドレイン側低濃度領域８７を形成している。また、上記フォトレジス
ト７６の膜厚が最も厚い領域の直下には、チャネル領域８０を形成する。
【００８０】
　次に、図８（ｂ）に示すように、多結晶半導体膜４４、７４への不純物注入工程の後、
多結晶半導体膜４４、７４上に形成されたフォトレジスト４６、７６の各々を剥離する。
次に、多結晶半導体膜４４、７４を含む基板４０全面にゲート絶縁膜５２を形成し、続け
てゲート絶縁膜５２上に導電膜を形成する。次に、導電膜上にフォトレジストを形成し、
このフォトレジストを所定形状にパターニングする。このフォトレジストのパターニング
形状として、ＬＤＤ形成領域においては、上記多結晶半導体膜４４のチャネル領域５０の
領域幅と等しくなるようにフォトレジストをパターニングする。一方、ＧＯＬＤ形成領域
においては、図８（ｂ）に示すように、上記多結晶半導体膜７４のチャネル領域８０とこ
の両端部に形成されるソース側低濃度領域８６及びドレイン側低濃度領域８７の領域幅と
等しい、もしくは一部ソース側低濃度領域８６及びドレイン側低濃度領域８７の領域にオ
ーバーラップするようにフォトレジストをパターニングする。次に、所定形状にパターニ
ングした上記フォトレジストの各々をマスクとして下層に形成される導電膜をエッチング
する。この結果、ＬＤＤ構造領域においてはゲート電極５４が形成され、ＧＯＬＤ構造領
域においてはゲート電極８４が形成される。
　このようにして、ＬＤＤ構造領域においては、ゲート電極５４の直下にチャネル領域５
０が形成されており、ＬＤＤ構造を有する半導体装置を形成している。一方、ＧＯＬＤ構
造領域においては、ゲート電極８４の直下にチャネル領域８０に加え、低濃度不純物領域
８６、８７がオーバーラップしており、ＧＯＬＤ構造を有する半導体装置を形成している
。
【００８１】
　以上説明したように、ＬＤＤ及びＧＯＤ構造を有する半導体装置の形成においてマスク
としてテーパー状のマスクを用いることによって、従来の方法と比較してフォトリソグラ
フィー工程の回数を減少させて同一基板上にＬＤＤ及びＧＯＬＤを形成することができる
。従って、半導体装置の製造工程の効率化を図ることができる。
【００８２】
［第５の実施形態］
　次に、上記第４実施形態と同様に、同一基板上に同時にＬＤＤ構造とＧＯＬＤ構造とを
備える半導体装置を形成する方法について図９（ａ）及び（ｂ）を参照して以下に説明す
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る。なお、上記第１～第４実施形態と同様の工程については本実施形態において説明を省
略化又は簡略化する。
【００８３】
　図９（ａ）及び（ｂ）は、本実施形態におけるＬＤＤ構造とＧＯＬＤ構造を有するｎチ
ャネル型のＴＦＴの製造方法を工程順に示す概略断面図である。ここで、図９中右側に図
示するＬＤＤ構造を有するＴＦＴ領域をＬＤＤ形成領域とし、図９中左側に図示するＧＯ
ＬＤ構造を有するＴＦＴ領域をＧＯＬＤ形成領域とする。
　図９（ａ）に示すように、まず、基板４０上の全面に下地保護膜４２を形成する。次に
、アニール処理することにより非結晶半導体膜を多結晶半導体膜４４に変換し、この多結
晶半導体膜４４上にフォトレジスト４６を成膜する。次に、フォトレジスト４６を所定形
状にパターニングする。ＬＤＤ形成領域において、フォトレジスト４６は、ハーフトーン
露光により、図９（ａ）に示すように、チャンネル領域８０に相当する中央が平坦部であ
り、その外側に濃度勾配領域に相当するテーパー部を形成し、さらにその外側に高濃度注
入領域に相当する所定の薄膜化された部分を形成する。
一方、ＧＯＬＤ形成領域においても同様に、フォトレジスト７６は、チャンネル領域８０
に相当する中央が平坦部であり、その外側に濃度勾配領域に相当するテーパー部を形成し
、さらにその外側に高濃度注入領域に相当する所定の薄膜化された部分を形成する。
　次に、上記所定形状にパターニングされたフォトレジスト４６、７６をマスクとして、
フォトレジスト４６、７６の下層に形成されている多結晶半導体膜４４、７４の各々を所
定形状にエッチングする。なお、多結晶半導体膜４４、７４のエッチングは後述する不純
物イオン注入の後に実施する方法も好ましい。
【００８４】
　次に、図９（ａ）に示すように、上記フォトレジスト４６、７６をマスクとして、多結
晶半導体膜４４、７４の各々に対して、高濃度の不純物イオン（リンイオン）を例えば、
０．１×１０１５～約１０×１０１５／ｃｍ２のドーズ量で注入する。
　注入により、ＬＤＤ形成領域において、フォトレジスト４６をテーパー状に形成してい
る領域は、多結晶半導体膜４４のソース側高濃度領域４８及びドレイン側高濃度領域４９
からチャネル領域５０に向かってフォトレジスト４６の膜厚が徐々に厚くなるにつれ、注
入される不純物の濃度が低くなる。このように、濃度勾配を有する濃度勾配領域を形成し
ている。この結果、図９（ａ）に示すように、高濃度の不純物が通過することができるフ
ォトレジスト４６の直下領域には、高濃度の不純物イオンが多結晶半導体膜４４に注入さ
れ、多結晶半導体膜４４の領域にはソース側高濃度領域４８及びドレイン側低濃度領域４
９が形成される。一方、低濃度の不純物が通過することができるフォトレジスト４６のテ
ーパー部直下領域には、低濃度の不純物イオンが多結晶半導体膜４４に注入され、ソース
側低濃度領域５６及びドレイン側低濃度領域５７が形成される。上記フォトレジスト４６
の膜厚が最も厚い領域の直下には、チャネル領域５０が形成されている。
　なお、上記多結晶半導体膜４４は、上述したように多結晶半導体膜４４の高濃度領域か
らチャネル領域２０に向かって濃度勾配領域を形成しているが、本実施形態においては上
記実施形態と整合性を図るため、所定の不純物濃度を境界として便宜的に多結晶半導体膜
を高濃度不純物領域と低濃度不純物領域とに分けて説明している。従って、本実施形態に
おけるフォトレジスト４６のテーパー部直下の濃度勾配領域は、便宜上低濃度不純物領域
と称している。
【００８５】
　同様に、ＧＯＬＤ領域においても、図９（ａ）に示すように、高濃度の不純物が通過す
ることができるフォトレジスト７６の直下領域には、高濃度の不純物イオンが多結晶半導
体膜７４に注入され、多結晶半導体膜７４の領域にソース側高濃度領域７８及びドレイン
側高濃度領域７９が形成される。一方、低濃度の不純物が通過することができるフォトレ
ジスト７６のテーパー部直下領域には、低濃度の不純物イオンが多結晶半導体膜７４に注
入され、ソース側低濃度領域８６及びドレイン側低濃度領域８７が形成される。また、上
記フォトレジスト７６の膜厚が最も厚い領域の直下には、チャネル領域８０が形成される
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。
【００８６】
　次に、図９（ｂ）に示すように、多結晶半導体膜４４、７４への不純物注入工程の後、
多結晶半導体膜４４、７４上に形成されたフォトレジスト４６、７６の各々を剥離する。
次に、多結晶半導体膜４４、７４を含む基板４０全面にゲート絶縁膜５２を形成し、続け
てゲート絶縁膜５２上に導電膜を形成する。次に、導電膜上にフォトレジストを形成し、
このフォトレジストを所定形状にパターニングする。このフォトレジストのパターニング
形状として、ＬＤＤ形成領域においては、上記多結晶半導体膜４４のチャネル領域５０の
領域幅と等しくなるようにフォトレジストをパターニングする。一方、ＧＯＬＤ形成領域
においては、図９（ｂ）に示すように、上記多結晶半導体膜７４のチャネル領域８０とこ
の両端部に形成されるソース側低濃度領域８６及びドレイン側低濃度領域８７の領域幅と
等しくもしくは一部ソース側低濃度領域８６及びドレイン側低濃度領域８７の領域にオー
バーラップするようにフォトレジストをパターニングする。次に、所定形状にパターニン
グした上記フォトレジストの各々をマスクとして下層に形成される導電膜をエッチングす
る。この結果、ＬＤＤ構造領域においてはゲート電極５４を形成し、ＧＯＬＤ構造領域に
おいてはゲート電極８４を形成する。
　このようにして、ＬＤＤ構造領域においては、ゲート電極５４の直下にチャネル領域５
０が形成されており、ＬＤＤ構造を有する半導体装置を形成している。一方、ＧＯＬＤ構
造領域においては、ゲート電極８４の直下にチャネル領域８０に加え、低濃度不純物領域
８６、８７がオーバーラップしており、ＧＯＬＤ構造を有する半導体装置を形成している
。
【００８７】
　以上説明したように、ＬＤＤ及びＧＯＬＤ構造を有する半導体装置の形成においてマス
クとしてテーパー状のマスクを用いることによって、従来の方法と比較してフォトリソグ
ラフィー工程の回数を減少させて同一基板にＬＤＤ及びＧＯＬＤを形成することができる
。従って、半導体装置の製造工程の効率化を図ることができる。
【００８８】
［第６の実施形態］
　次に、上記第３～第５実施形態と同様に、同一基板上にＬＤＤ構造とＧＯＬＤ構造とを
備える半導体装置を形成する方法について図１０（ａ）及び（ｂ）を参照して以下に説明
する。なお、上記第１～第５実施形態と同様の工程については本実施形態において説明を
省略化又は簡略化する。
【００８９】
　図１０（ａ）及び（ｂ）は、本実施形態におけるＬＤＤ構造とＧＯＬＤ構造を有するｎ
チャネル型のＴＦＴの製造方法を工程順に示す概略断面図である。ここで、図１０中右側
に図示するＬＤＤ構造を有するＴＦＴ領域をＬＤＤ形成領域とし、図１０中左側に図示す
るＧＯＬＤ構造を有するＴＦＴ領域をＧＯＬＤ形成領域とする。
【００９０】
　図１０（ａ）に示すように、まず、基板４０上の全面に下地保護膜４２を形成する。次
に、アニール処理することにより非結晶半導体膜を多結晶半導体膜４４に変換し、この多
結晶半導体膜４４上にフォトレジスト４６を成膜する。次に、フォトレジスト４６を所定
形状にパターニングする。ＬＤＤ形成領域において、フォトレジスト４６は、ハーフトー
ン露光により、ソース領域４８及びドレイン領域４９に対応するフォトレジスト４６の膜
厚を薄く形成する。フォトレジスト４６の膜厚としては、例えば、５０ｎｍ～２００ｎｍ
程度であることが好ましい。また、多結晶半導体膜４４のチャネル領域５０ａに対応する
フォトレジスト４６の膜厚としては、多結晶半導体膜４４に高濃度の不純物イオン注入を
行った場合に、照射された高濃度の不純物イオンがフォトレジスト４６領域内で遮断され
る程度の膜厚である。フォトレジスト４６の膜厚としては、例えば、２００ｎｍ以上であ
ることが好ましい。なお、上記チャネル領域５０ａは、後述においてソース側低濃度領域
５６、ドレイン側低濃度領域５７及びチャネル領域５０に対応する領域である。
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　一方、ＧＯＬＤ形成領域において、フォトレジスト７６は、ハーフトーン露光により、
フォトレジスト７６を多結晶半導体膜７４の端部からチャネル領域８０方向に向かってフ
ォトレジスト７６の膜厚が厚くなるように、所定角度の傾斜を有するテーパー状に形成す
る。
　次に、上記所定形状にパターニングされたフォトレジスト４６、７６をマスクとして、
フォトレジスト４６、７６の下層に形成されている多結晶半導体膜４４、７４の各々を所
定形状にエッチングする。なお、多結晶半導体膜４４、７４のエッチングは後述する不純
物イオン注入の後に実施する方法も好ましい。
【００９１】
　次に、図１０（ａ）に示すように、上記フォトレジスト４６、７６をマスクとして、多
結晶半導体膜４４、７４の各々に対して、高濃度の不純物イオン（リンイオン）を例えば
、０．１×１０１５～約１０×１０１５／ｃｍ２のドーズ量で注入する。そして、ＬＤＤ
領域においては、上記フォトレジスト４６の膜厚が薄い領域には、高濃度の不純物が注入
される。このように、上記フォトレジスト４６をマスクとして自己整合的（セルフアライ
ン）に多結晶半導体膜４４の領域にソース側高濃度領域４８及びドレイン側高濃度領域４
９を形成する。また、フォトレジスト４６の直下の多結晶半導体膜４４領域には、フォト
レジスト４６マスクにより不純物イオンが遮断されるため、不純物イオンは上記多結晶半
導体膜４４に注入されず、チャネル領域５０ａを形成する。
【００９２】
　一方、ＧＯＬＤ形成領域において、フォトレジスト７６は、フォトレジスト７６をテー
パー状に形成しているため、多結晶半導体膜７４の両端のソース側高濃度領域７８及びド
レイン側高濃度領域７９からチャネル領域８０に向かって、フォトレジスト７６の膜厚が
徐々に厚くなるにつれて、注入される不純物の濃度が低くなる濃度勾配を持っている。こ
のようにして、図１０（ａ）に示すように、高濃度の不純物が通過することができるフォ
トレジスト７６の直下領域には、高濃度の不純物イオンが多結晶半導体膜７４に注入され
、多結晶半導体膜７４の領域にソース領域７８、７９を自己整合的（セルフアライメント
）に形成する。一方、低濃度の不純物が通過することができるフォトレジスト７６の直下
領域には、低濃度の不純物イオンが多結晶半導体膜７４に注入され、ソース側低濃度領域
８６及びドレイン側低濃度領域８７を形成している。上記フォトレジスト７６の膜厚が最
も厚い領域の直下には、チャネル領域８０が形成されている。
【００９３】
　次に、図１０（ｂ）に示すように、多結晶半導体膜４４、７４への不純物注入工程の後
、多結晶半導体膜４４、７４上に形成されたフォトレジスト４６、７６の各々を剥離する
。次に、多結晶半導体膜４４、７４を含む基板４０全面にゲート絶縁膜５２を形成し、続
けてゲート絶縁膜５２上に導電膜を形成する。次に、導電膜上にフォトレジストを形成し
、このフォトレジストを所定形状にパターニングする。ＬＤＤ形成領域において、フォト
レジスト（図示省略）は、下層に形成される図１０（ａ）のチャネル領域５０ａの領域幅
よりも小さく、かつ、チャネル領域５０ａの両端部にソース側低濃度領域５６及びドレイ
ン側低濃度５７を形成することができるように位置合わせして形成する。
【００９４】
　一方、ＧＯＬＤ形成領域において、フォトレジスト（図示省略）は、上記多結晶半導体
膜７４のチャネル領域８０及びこれの両端部に形成されるソース側低濃度領域８６及びド
レイン側低濃度８７の領域幅と等しくなるように形成する。このときソース側低濃度領域
８６及びドレイン側低濃度８７の領域の一部にオーバーラップする形でも構わない。次に
、所定形状にパターニングした上記フォトレジストの各々をマスクとして下層に形成され
る導電膜をエッチングする。このように、ＬＤＤ構造領域においてはゲート電極５４を形
成し、ＧＯＬＤ構造領域においてはゲート電極８４を形成する。
【００９５】
　次に、ＬＤＤ形成領域において、ゲート電極５４をマスクとして、約０．１×１０１３

～約１０×１０１３／ｃｍ２のドーズ量で低濃度の不純物イオン（リンイオン）を注入す
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る。このようにして、多結晶半導体膜４４のチャネル領域５０の両端部に、ソース側低濃
度領域５６及びドレイン側低濃度領域５７を自己整合的（セルフアライメント）に形成す
る。
【００９６】
　以上説明したように、ＬＤＤ構造領域においては、ゲート電極５４の直下にチャネル領
域５０が形成されており、ＬＤＤ構造を有する半導体装置を形成している。一方、ＧＯＬ
Ｄ構造領域においては、ゲート電極８４の直下にチャネル領域８０に加え、低濃度不純物
領域８６、８７がオーバーラップしており、ＧＯＬＤ構造を有する半導体装置を形成して
いる。
　本実施形態によれば、ＬＤＤ構造を有する半導体装置の形成においてマスクとしてソー
ス領域及びドレイン領域に対応するフォトレジストを薄く形成したマスクを用い、ＧＯＬ
Ｄ構造を有する半導体装置の形成においてマスクとしてテーパー状のマスクを用いること
によって、従来の方法と比較してフォトリソグラフィー工程の回数を削減して同一基板上
にＬＤＤ及びＧＯＬＤ構造を有する半導体装置を形成することができる。従って、半導体
装置の製造工程の効率化を図ることができる。
【００９７】
［第７の実施形態］
　次に、本実施形態について図面を参照して説明する。
　上記実施形態では、フォトレジストを加工して、膜厚の薄い領域では不純物イオンを透
過させて多結晶半導体膜に不純物領域を形成し、膜厚の厚い領域では不純物イオンを遮断
させて多結晶半導体膜に非不純物領域を形成した。この場合、フォトレジストの膜厚の厚
い領域の側面は、基板に対して垂直に形成することで、不純物透過領域と不純物非透過領
域との境界を構成している。しかし、露光装置の精度上の問題によりフォトレジストの側
面がテーパー状の傾斜面となってしまう場合がある。これにより、テーパー状の傾斜面は
段階的に膜厚が薄くなるため、図１１に示すように、本来では不純物が注入されないフォ
トレジストの傾斜面直下の領域１４ｂ（一点鎖線で囲まれた領域）に不純物が注入されて
しまう場合があった。その結果、チャネル領域の両側に形成されるソース領域１８，２６
とドレイン領域１９，２７とが、チャネル領域の周縁部に形成された上記不純物領域１４
ｂにより接続され、ソース領域１８，２６からドレイン領域１９，２７への電子のパスが
形成される。これにより、ソース領域１８，２６からドレイン領域１９，２７へ、ゲート
電極２４ａのオン／オフに関わらず電子がリークしてしまい、ＴＦＴが正確にスイッチン
グしないという問題があった。そこで、本実施形態では、上記不純物領域をオーバーエッ
チング処理により除去することにより、上記問題を解決する。
　なお、ＬＤＤ構造を有する半導体装置の製造方法の基本構成は、上記第１実施形態と同
様であるため、共通の構成要素には同一の符号を付し、詳細な説明は省略する。
【００９８】
　図１２～図１５は、本実施形態におけるＬＤＤ構造を有するｎチャネル型のＴＦＴの製
造工程図を示す。また、図１２～図１５中の（ａ）は製造工程の平面図であり、図１２～
図１５中の（ｂ）は（ａ）に示す製造工程図のＢ－Ｂ’線に沿った断面図である。
【００９９】
　図１２（ｂ）に示すように、まず、ガラス基板１０上の全面にシリコン酸化膜からなる
下地保護膜１２をプラズマＣＶＤ法により形成する。次に、下地保護膜１２上の全面に非
晶質半導体膜をプラズマＣＶＤ法により成膜し、その後レーザーアニール処理により非晶
質半導体膜を多結晶化し、下地保護膜１２上に多結晶半導体膜１４ａを形成する。
【０１００】
　次に、上記第１実施形態と同様に、多結晶半導体膜１４ａ上にフォトレジスト１６を成
膜し、フォトリソグラフィー処理によりフォトレジスト１６を所定形状にパターニングす
る。フォトレジスト１６は、上述したように、照射された不純物イオンが透過する膜厚の
薄い領域と、照射された不純物イオンが遮断される膜厚の厚い領域とを有するように形成
する。このとき、フォトレジスト１６の膜厚を厚く形成する領域の側面は、不純物イオン
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を注入させないために、ガラス基板１０に対して９０度に形成することが好ましい。しか
し、露光装置の精度の関係上、図１２（ｂ）に示すように、フォトレジスト１６の側面は
、ガラス基板１０に対してテーパー状の例えば８０度の傾斜面１６ａに形成されることが
ある。なお、本実施形態において、フォトレジスト１６の膜厚の厚い領域には、テーパー
状の傾斜面１６ａとなる領域も含むものとする。
【０１０１】
　次に、図１３（ａ）及び（ｂ）に示すように、所定形状にパターニングしたフォトレジ
ストをマスクとして、多結晶半導体膜１４ａに高濃度の不純物イオンを注入する。これに
より、フォトレジスト１６の膜厚が薄い領域では、高濃度の不純物イオンがフォトレジス
ト１６を通過し、多結晶半導体膜１４ａに注入される。一方、フォトレジスト１６の膜厚
が厚い領域では、高濃度の不純物イオンがフォトレジスト１６の領域内において遮断され
る。ここで、フォトレジスト１６の側面のテーパー状に形成される傾斜面１６ａでは、図
１３（ｂ）に示すように、フォトレジスト１６の膜厚が段階的に薄くなるため高濃度の不
純物イオンが通過し、多結晶半導体膜１４ａに高濃度の不純物イオンが注入される。図１
３（ａ）において、斜線部分が高濃度の不純物イオンが注入された領域であり、網掛け部
分が本来高濃度の不純物イオンが注入されない領域１４ｂを示す。これにより、本実施形
態では、図１３（ａ）及び（ｂ）に示すように、フォトレジスト１６の膜厚の薄い直下領
域に加えて、フォトレジスト１６のテーパー状の傾斜面１６ａの直下領域１４ｂにまで不
純物イオンが注入される。
【０１０２】
　次に、図１４（ａ）及び（ｂ）に示すように、上記所定形状にパターニングしたフォト
レジスト１６をマスクとして、多結晶半導体膜１４ａをエッチング処理する。エッチング
方法としては、ドライエッチング（ＲＩＥ）又はウエットエッチング等の各種方法が適用
可能である。まず、エッチング処理により、フォトレジスト１６の直下領域以外（フォト
レジスト１６に被覆されていない領域）の多結晶半導体膜１４ａを除去する。さらに、本
実施形態では、フォトレジスト１６のテーパー状の傾斜面１６ａの直下領域１４ｂに不純
物イオンが注入されているため、この不純物領域１４ｂをエッチング処理により除去する
。このように、フォトレジスト１６の直下領域以外をエッチングした後もオーバーエッチ
ング処理し、図１４（ｂ）に示すように、フォトレジスト１６のテーパー状の傾斜面１６
ａの直下領域１４ｂ（図１４（ａ）では破線部分まで）の高濃度の不純物イオンを除去す
る。オーバーエッチング処理した際、フォトレジスト１６の膜厚の薄い直下領域では、フ
ォトレジスト１６の膜厚の厚い直下領域よりもエッチングが進行する。図１４（ａ）にお
いて、フォトレジスト１６の膜厚の薄い直下領域の多結晶半導体膜１４ａの線幅Ｗ１’は
、フォトレジスト１６の膜厚の厚い直下領域の多結晶半導体膜１４ａの線幅Ｗ２’よりも
狭くなっている。なお、オーバーエッチング処理した際、エッチング処理速度を制御する
ことにより、フォトレジスト１６の膜厚の薄い直下領域の多結晶半導体膜１４ａの線幅Ｗ
１’が、フォトレジスト１６の膜厚の厚い直下領域の多結晶半導体膜１４ａの線幅Ｗ２’
と等しくなる段階でエッチングを終了することも可能である。以上から、本実施形態では
、フォトレジスト１６のテーパー状の傾斜面１６ａの直下領域１４ｂ（膜厚を厚く形成す
る領域の直下領域）で、かつ、チャネル領域のチャネル長Ｌに平行に延在する多結晶半導
体膜１４ａの不純物領域をエッチング処理により除去する。
【０１０３】
　次に、図１５（ａ）及び（ｂ）に示すように、多結晶半導体膜１４ａ上のフォトレジス
ト１６を剥離し、剥離した多結晶半導体膜１４ａ上を含むガラス基板１０全面に、プラズ
マＣＶＤ法、スパッタ法等によりゲート絶縁膜２２を形成する。続けて、ゲート絶縁膜２
２上に所定形状にパターニングしたゲート電極２４ａを形成する。
【０１０４】
　次に、ゲート電極２４ａをマスクとして低濃度の不純物イオンを注入する。これにより
、図１５（ａ）に示すように、ゲート電極２４ａの直下領域を除いた多結晶半導体膜１４
ａには、ソース側低濃度領域２６及びドレイン側低濃度領域２７が形成されるとともに、
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ゲート電極２４ａの直下領域にはチャネル領域２０ａが形成される。なお、フォトレジス
ト１６の膜厚の薄い直下領域はソース側高濃度領域１８及びドレイン側高濃度領域１９に
対応し、フォトレジスト１６の膜厚の厚い直下領域はソース側低濃度領域２６及びドレイ
ン側低濃度領域２７に対応している。
【０１０５】
　このとき、図１５（ａ）に示すように、半導体装置を平面的に視認すると、ソース側高
濃度領域１８及びドレイン側高濃度領域１９の線幅Ｗ１は、ソース側低濃度領域２６及び
ドレイン側低濃度領域２７の線幅Ｗ２よりも狭くなっている。なお、ソース側高濃度領域
１８及びドレイン側高濃度領域１９の線幅Ｗ１は、ソース側低濃度領域２６及びドレイン
側低濃度領域２７の線幅Ｗ２以下となっていれば良い。
【０１０６】
　本実施形態によれば、フォトレジストのテーパー状の傾斜面の直下領域で、かつ、チャ
ネル領域のチャネル長Ｌに平行に延在する不純物をオーバーエッチング処理により除去す
ることができる。これにより、電子のパスとなる上記不純物領域を除去することで、ソー
ス領域からドレイン領域への電子のリークを防止することができる。従って、ゲート電極
をオン／オフすることにより、ＴＦＴの正確なスイッチングが可能となる。
【０１０７】
［第７の実施形態の変形例］
　次に、本実施形態について図面を参照して説明する。
　なお、本実施形態は、ＧＯＬＤ構造を有する半導体装置である点において上記第７の実
施形態と異なるのみで、半導体装置の製造方法の基本構成は上記第７の実施形態と同様で
ある。従って、共通の構成要素には同一の符号を付し、詳細な説明は省略する。
【０１０８】
　図１６～図１９は、本実施形態におけるＧＯＬＤ構造を有するｎチャネル型のＴＦＴの
製造方法を工程順に示す概略断面図である。また、図１６～図１９中（ａ）は製造工程の
平面図であり、図１６～図１９中の（ｂ）は（ａ）に示す製造工程図のＣ－Ｃ’線に沿っ
た断面図である。
　まず、図１６（ｂ）に示すように、ガラス基板１０上の全面に下地保護膜１２を形成し
、下地保護膜１２上に多結晶半導体膜１４ａを成膜する。次に、多結晶半導体膜１４ａ上
にフォトレジスト１６を成膜し、所定形状にパターニングする。フォトレジスト１６は、
上述したように、照射された不純物イオンが透過する膜厚の薄い領域と、照射された不純
物イオンが遮断される膜厚の厚い領域とを有するように形成する。このとき、フォトレジ
スト１６の膜厚を厚く形成する領域の側面は、露光装置の精度の関係上、図１６（ｂ）に
示すように、ガラス基板１０に対してテーパー状の例えば８０度の傾斜面１６ａに形成さ
れることがある。
【０１０９】
　次に、図１７（ａ）及び（ｂ）に示すように、所定形状にパターニングしたフォトレジ
ストをマスクとして、多結晶半導体膜１４ａに低濃度の不純物イオンを注入する。これに
より、フォトレジスト１６の膜厚が薄い領域では低濃度の不純物イオンが多結晶半導体膜
１４ａに注入され、フォトレジスト１６の膜厚が厚い領域では低濃度の不純物イオンがフ
ォトレジスト１６の領域内において遮断される。ここで、フォトレジスト１６の側面のテ
ーパー状に形成される傾斜面１６ａでは、図１７（ｂ）に示すように、フォトレジスト１
６の膜厚が段階的に薄くなるため低濃度の不純物イオンが通過し、多結晶半導体膜１４ａ
に低濃度の不純物イオンが注入される。図１７（ａ）において、斜線部分が低濃度の不純
物イオンが注入された領域であり、網掛け部分が本来低濃度の不純物イオンが注入されな
い領域１４ｂを示す。これにより、本実施形態では、図１７（ａ）及び（ｂ）に示すよう
に、フォトレジスト１６の膜厚の薄い直下領域に加えて、フォトレジスト１６のテーパー
状の傾斜面１６ａの直下領域１４ｂにまで不純物イオンが注入される。
【０１１０】
　次に、図１８（ａ）及び（ｂ）に示すように、上記所定形状にパターニングしたフォト
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レジスト１６をマスクとして、多結晶半導体膜１４ａをエッチング処理する。まず、エッ
チング処理により、フォトレジスト１６の直下領域以外の多結晶半導体膜１４ａを除去す
る。さらに、本実施形態では、フォトレジスト１６のテーパー状の傾斜面１６ａの直下領
域１４ｂに低濃度の不純物イオンが注入されているため、この不純物領域１４ｂをエッチ
ング処理により除去する。このように本実施形態では、フォトレジスト１６の直下領域以
外をエッチングした後もオーバーエッチング処理し、図１８（ｂ）に示すように、フォト
レジスト１６のテーパー状の傾斜面１６ａの直下領域１４ｂ（図１８（ａ）中では破線部
分まで）の低濃度の不純物イオンを除去する。オーバーエッチング処理した際、フォトレ
ジスト１６の膜厚の薄い直下領域では、フォトレジスト１６の膜厚の厚い直下領域よりも
エッチングが進行する。図１８（ａ）において、フォトレジスト１６の膜厚の薄い直下領
域の多結晶半導体膜１４ａの線幅Ｗ１’は、フォトレジスト１６の膜厚の厚い直下領域の
多結晶半導体膜１４ａの線幅Ｗ２’よりも狭くなっている。以上から、本実施形態では、
フォトレジスト１６のテーパー状の傾斜面１６ａの直下領域１４ｂ（膜厚を厚く形成する
領域の直下領域）で、かつ、チャネル領域のチャネル長Ｌに平行に延在する多結晶半導体
膜１４ａの不純物領域をエッチング処理により除去する。
【０１１１】
　次に、多結晶半導体膜１４ａ上に成膜されたフォトレジスト１６を剥離する。次に、図
１９（ａ）及び（ｂ）に示すように、剥離した多結晶半導体膜１４ａ上を含むガラス基板
１０全面に、プラズマＣＶＤ法、スパッタ法等によりゲート絶縁膜２２を形成する。続け
て、ゲート絶縁膜２２上にゲート電極２４ａを形成する。このとき、ゲート電極２４ａは
、ゲート電極２４ａの両端が上記多結晶半導体膜１４ａに注入した低濃度の不純物領域と
重なる（オーバーラップ）ように形成する。
【０１１２】
　次に、ゲート電極２４ａをマスクとして、高濃度の不純物イオンを多結晶半導体膜１４
ａに注入する。これにより、図１９（ａ）に示すように、ゲート電極２４ａに被覆されて
いない多結晶半導体膜１４ａ領域には、高濃度の不純物イオンが注入され、ソース側高濃
度領域１８及びドレイン側高濃度領域１９が形成される。一方、ゲート電極２４ａに被覆
されゲート電極２４ａの直下に位置する多結晶半導体膜１４ａ領域には、チャネル領域２
０とその両側にソース側低濃度領域２６及びドレイン側低濃度領域２７が形成される。
【０１１３】
　本実施形態によれば、上記実施形態と同様の作用効果を奏することができる。つまり、
フォトレジストのテーパー状の傾斜面の直下領域で、かつ、チャネル領域のチャネル長Ｌ
に平行に延在する低濃度の不純物をオーバーエッチング処理により除去することができる
。これにより、電子のパスとなる上記不純物領域を除去することで、ソース領域からドレ
イン領域への電子のリークを防止することができる。従って、ゲート電極をオン／オフす
ることにより、ＴＦＴの正確なスイッチングが可能となる。
【０１１４】
　［電子機器］
　以下、本発明の上記実施形態の液晶表示装置を備えた電子機器の具体例について説明す
る。
　図２０は、液晶表示テレビジョン１２００の一例を示した斜視図である。図２０におい
て、符号１２０２はテレビジョン本体、符号１２０３はスピーカーを示し、符号１２０１
は上記表示装置を用いた表示部を示している。なお、上述した液晶表示装置１は、上記液
晶表示テレビジョン以外にも種々の電子機器に適用することができる。例えば、プロジェ
クタ、マルチメディア対応のパーソナルコンピュータ（ＰＣ）及びエンジニアリング・ワ
ークステーション（ＥＷＳ）、ページャ、ワードプロセッサ、ビューファインダ型又はモ
ニタ直視型のビデオレコーダ、電子手帳、電子卓上計算機、カーナビゲーション装置、Ｐ
ＯＳ端末、タッチパネルを備えた装置などの電子機器に適用することが可能である。
【０１１５】
　なお、本発明の技術範囲は、上述した実施形態に限定されるものではなく、本発明の趣
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旨を逸脱しない範囲において、上述した実施形態に種々の変更を加えたものを含む。
　例えば、上記実施形態では、所定領域に対応するレジストの膜厚を他の領域の膜厚より
薄く形成したレジストをマスクとして、多結晶半導体膜に不純物イオン注入を行っていた
。これに対して、上記所定領域に対応するレジストの膜厚を薄く形成したレジストを再露
光（ハーフトーン露光等）することにより、上記レジストの薄く形成した領域に対応する
多結晶半導体膜を露出させた後、多結晶半導体膜に直接的に不純物を注入することも好ま
しい。これにより、多結晶半導体膜に不純物を均一に注入することができる。なお、この
場合には、直接、多結晶半導体膜に不純物注入を行うため、不純物イオン注入装置の加速
電圧等を上記実施形態よりも低く設定して、不純物イオン注入を行うことが好ましい。
　また、本発明は液晶表示装置を用い詳細な説明を行ったが、基板１０側の半導体装置部
分については、発光型の有機ＥＬ表示装置、あるいは、有機ＥＬを光源とするラインヘッ
ド、記録装置等にも応用が可能である。
【図面の簡単な説明】
【０１１６】
【図１】本実施形態の液晶装置の等価回路図である。
【図２】本実施形態の液晶装置のＴＦＴアレイ基板の１画素を拡大して示す平面図である
。
【図３】図２に示す液晶装置のＡ－Ａ‘線に沿った断面図である。
【図４】（ａ）～（ｃ）は第１実施形態の半導体装置の製造方法を示す図である。
【図５】（ａ）～（ｃ）は第１実施形態の半導体装置の製造方法を示す図である。
【図６】（ａ）～（ｄ）は第２実施形態の半導体装置の製造方法を示す図である。
【図７】（ａ）～（ｃ）は第３実施形態の半導体装置の製造方法を示す図である。
【図８】（ａ）及び（ｂ）は第４実施形態の半導体装置の製造方法を示す図である。
【図９】（ａ）及び（ｂ）は第５実施形態の半導体装置の製造方法を示す図である。
【図１０】（ａ）及び（ｂ）は第６実施形態の半導体装置の製造方法を示す図である。
【図１１】第７実施形態の半導体装置の概略構成を示す平面図である。
【図１２】（ａ）及び（ｂ）は第７実施形態の半導体装置の製造方法を示す図である。
【図１３】（ａ）及び（ｂ）は第７実施形態の半導体装置の製造方法を示す図である。
【図１４】（ａ）及び（ｂ）は第７実施形態の半導体装置の製造方法を示す図である。
【図１５】（ａ）及び（ｂ）は第７実施形態の半導体装置の製造方法を示す図である。
【図１６】（ａ）及び（ｂ）は第７実施形態の変形例の半導体装置の製造方法を示す図で
ある。
【図１７】（ａ）及び（ｂ）は第７実施形態の変形例の半導体装置の製造方法を示す図で
ある。
【図１８】（ａ）及び（ｂ）は第７実施形態の変形例の半導体装置の製造方法を示す図で
ある。
【図１９】（ａ）及び（ｂ）は第７実施形態の変形例の半導体装置の製造方法を示す図で
ある。
【図２０】本発明の電子機器の一例を示す斜視図である。
【符号の説明】
【０１１７】
　１４ａ、４４、７４…多結晶半導体膜、　１６、４６、７６…フォトレジスト、　１８
、４８、７８…ソース側高濃度領域、　１９、４９、７９…ドレイン側高濃度領域、　２
０、５０、８０…チャネル領域、　２２、５２、…ゲート絶縁膜、　２４ａ、５４、８４
…ゲート電極、　２６、５６、８６…ソース側低濃度領域、　２７、５７、８７…ドレイ
ン側低濃度領域、　Ｌ…チャネル長
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【図１６】

【図１７】
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【図１９】
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